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Дополнение  к  ТУ ГК АЕЯР.431280.418 ТУ  
 

Поставка опытных образцов микросхем проводится по ТУ ГК по результатам 
приемо-сдаточных испытаний. 

До освоения на опытные образцы микросхем гарантии качества не распростра-
няются. 
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1. Общие положения 
 
       Общие положения – по ОСТ В 11 0998 с дополнениями и уточнениями, при-
веденными в настоящем разделе. 

 

        1.1  Область  применения 
 
       Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на микросхемы инте-
гральные 1892ВМ3Т серии 1892 (далее микросхемы), предназначенные для приме-
нения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения. 

Микросхемы, поставляемые по настоящим ТУ, должны удовлетворять тре-
бованиям ОСТ В 11 0998 и требованиям, установленным в соответствующих раз-
делах настоящих ТУ. 

Нумерация разделов, подразделов и пунктов, принятая в настоящих ТУ, со-
ответствует нумерации аналогичных разделов, подразделов и пунктов  

         ОСТ В 11 0998. 
        Если в ТУ требуется дополнение или уточнение какого-либо подраздела 
ОСТ В 11 0998 , то в соответствующем подразделе ТУ приведены только положе-
ния, дополняющие или уточняющие данный подраздел ОСТ В 11 0998. Осталь-
ные положения этого подраздела – по ОСТ В 11 0998. 

В ТУ не приведены пункты  ОСТ В 11 0998, не требующие уточнений, при 
этом нумерация остальных пунктов сохранена в соответствии  с ОСТ В 11 0998.  

          
 

       1.2  Нормативные  ссылки 
 

       В настоящих ТУ использованы ссылки на стандарты и нормативные доку-
менты, обозначения которых приведены в приложении А. 

 

        1.3  Определения,  обозначения  и  сокращения 
 
                   Термины, определения, сокращения и буквенные обозначения параметров – 

 по ОСТ В 11 0998 и  ГОСТ 19480.  
         
 

1.4  Приоритетность  НД  
                     
                    Приоритетность НД – по ОСТ В 11 0998. 

 
                   1.5  Классификация,  основные  параметры  и  размеры 

        
1.5.1 Тип (типономинал) поставляемых микросхем указан в таблице 1.  
1.5.2 Категория качества микросхем – «ВП».  
1.5.5 Пример обозначения микросхем при заказе (в договоре на поставку): 
Микросхема 1892ВМ3Т – АЕЯР.431280.418 ТУ. 
При заказе микросхем, предназначенных для автоматической сборки (монта-

жа) аппаратуры, после обозначения ТУ ставят букву «А»: 
 Микросхема 1892ВМ3Т – АЕЯР.431280.418 ТУ, А.  
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         Таблица 1 – Тип (типономинал) поставляемых микросхем       
Классификационные параметры в нормальных климатических условиях** (буквенное обозначение, единица измерения) 

Пиковая производи-
тельность для данных 
с фиксированной 
(плавающей) точкой 
nFXP (nFLP), оп./c 

Пиковая произ-
водительность 
для данных с 
плавающей точ-
кой nFLP, оп./c 

Формат 

   Условное 
обозначение 
микросхемы 
 
 
 
 
 
 

 Основное 
 функциональное 
назначение 

Разряд-
ность 
порта 
памяти 
NP, бит 

16 бит 32 бит 
Формат 
24Е8 

Выходное напряже-
ние низкого уровня 

UOL и (высокого 
уровня UOH), В 
при UCC1 ≥ 3,0 В, 

UCC2 ≥ 2,25 В 
и [IOL, (IOH)] ≤ 4 мА 
не менее (не более) 

Ток потребления   
 в статическом   
 режиме ICC1   
 (периферия)  
 и [ICC2 (ядро)], 
мА 
 при UCC1 ≤ 3,6 В,  
 UCC2 ≤ 2,75 В  

не более 

 Динамический ток 
 потребления ICCO1  
 (периферия)  
 и [ICCO2 (ядро)], мА 
 при UCC1 ≤ 3,6 В,  
 UCC2 ≤ 2,75 В  

не более 

 Частота следова-
ния тактовых  
сигналов fC, 
МГц  
при UCC1 ≥ 3,0 В, 
UCC2 ≥ 2,25 В 

не более  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1892ВМ3Т 
 

  Сигнальный мик-
роконтроллер* с 
архитектурой RISC- 
– ядра и ядра со-
процессора -
акселератора для 
обработки данных в 
формате с фиксиро-
ванной и с плаваю-
щей точкой  

 
32 

 
(1280•106) 

 
(640•106) 

 
480•106 

 
0,4 и (2,4) 

 
2 [8] 

 
150 [350] 

 
80 

            * Микросхемы содержат: один 32-разрядный порт внешней памяти  [Mport(32bit)]; четыре байтовых порта  связи (Linkport); два последовательных порта 
связи (Serialport); один универсальный порт связи (UART); таймер; контроллер прямого доступа в память; ОЗУ RISC-ядра объемом 64 Кбайт; ОЗУ данных DSP-
ядра объемом 144 Кбайт; ОЗУ программ DSP-ядра объемом  16Кбайт. 
           ** Квалификационные параметры приведены в диапазоне рабочих температур от минус 60 до плюс 85 °C  
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 Продолжение таблицы 1       
Условное 
обозначение 
микросхемы 
 
 
 
 
 
 

Обозначение 
комплекта 
конструкторской 
документации 
 
 
 

Обозначение 
схемы 

электрической 
 
 

Обозначение 
габаритного 
чертежа 

Условное 
обозначе-
ние 

корпуса 

Обозначение 
описания 
образцов 

внешнего  вида 

Количе-
ство 

элемен-
тов 

в схеме 
электри-
ческой 

Группа 
типов 

(испыта-
тельная 
группа по 
типоразме-
ру корпу-
са) 

Код  ОКП 
 
 
 
 
 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
1892ВМ3Т 

 

 
РАЯЖ.431280.003 

 

 
РАЯЖ.431280.003 Э6 

 

 
 
 
 
 

 
 

РАЯЖ.431280.003 ГЧ 
 
 
 
 
 

 
 

QFP240 ЮФ3.438.007 Д2 20000000 1 (1) 
 

63 3133 7975 
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2.   Технические требования 
 
Технические требования – по ОСТ В 11 0998 с дополнениями и уточнениями, 

приведенными в настоящем разделе. 
Микросхемы изготавливают по комплектам конструкторской документации, 

приведенным в таблице 1.  
Перечень прилагаемых документов приведен в приложении Б. 
 
2.1 Требования  к  конструкторской  и  технологической  документации 

  
2.1.8 Электрическая схема микросхем должна соответствовать приведенной 

на чертеже, указанном в таблице 1 и прилагаемом к ТУ. 
 
2.2 Требования  к  конструктивно – технологическому  исполнению 
 
2.2.8 Прочность крепления кристалла к монтажной площадке должна быть 

не менее 1,25 кгс. 
2.2.13 Требования на воздействие растягивающей силы к выводам микро-

схем не предъявляют. 
2.2.14 Прочность внутренних сварных соединений должна быть не менее 

0,020 Н после герметизации.   
2.2.24 Масса микросхем должна быть не более 15 г. 
2.2.27 Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 

микросхем должны соответствовать габаритному чертежу, указанному в таблице 1 
и прилагаемому к ТУ. 

2.2.28 Микросхемы, предназначенные для автоматической сборки (монтажа)  
аппаратуры, должны соответствовать ГОСТ РВ 20.39.412,  установочная  группа 5,    
вид исполнения 5. 

2.2.29 Внешний вид микросхем  должен соответствовать описанию образцов 
внешнего вида, указанному в таблице 1 и прилагаемому к ТУ. 
         2.2.30 Первый вывод микросхемы обозначен белой краской в виде треугольни-
ка (Δ) , расположенного в левом нижнем углу на лицевой поверхности корпуса. 

                  2.2.32 Тепловое сопротивление кристалл-корпус не более 10 °С/Вт. 
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2.3  Требования  к  электрическим  параметрам  и  режимам   
        эксплуатации 
 
2.3.1 Электрические параметры микросхем при приемке и поставке должны 

соответствовать нормам, приведенным  в таблице 2. 
Микросхемы при всех допустимых значениях электрических режимов и 

внешних воздействующих факторов, указанных в настоящих ТУ, должны выпол-
нять свои функции в соответствии с алгоритмами контроля электрических пара-
метров и тестов функционального контроля (ФК), приведенными в таблице  
норм   РАЯЖ. 431280. 003 ТБ1.  

2.3.2 Электрические параметры микросхем в течение наработки до отказа 
при их эксплуатации в режимах и условиях, допускаемых настоящими ТУ, в пре-
делах времени, равного сроку службы (ТСЛ), должны соответствовать нормам при 
приемке и поставке, приведенным в таблице 2. 

2.3.3 Электрические параметры микросхем в процессе и после воздействия 
специальных факторов должны соответствовать нормам, приведенным в  

         таблице 2 для крайних значений рабочей температуры среды. 
2.3.4 Электрические параметры микросхем в течение гамма-процентного  

срока сохраняемости при их хранении в условиях, допускаемых настоящими ТУ, 
должны соответствовать нормам при приемке и поставке, приведенным в  

         таблице 2. 
2.3.5 Номинальное значение напряжения питания микросхем UCC1 (перифе-

рия) должно быть плюс 3,3 В (по выводам PVDD)  и UCC2 (ядро – по выво- 
дам CVDD, AVDD) должно быть плюс 2,5 В. 

Допустимые отклонения значения напряжений питания  от номинального 
должны быть: 

-  UCC1   не более плюс  0,3 В и не менее минус  0,3 В 
 -  UCC2   не более плюс  0,25 В и не менее минус  0,25 В 

        Амплитудное значение напряжения пульсации, включая высокочастотные и 
импульсные наводки, на выводах питания должно быть не более  0,07 В и не пре-
вышать пределов допустимых отклонений значения напряжений питания от но-
минального. 

2.3.6 Значения предельно-допустимых и предельных режимов эксплуатации 
в диапазоне рабочих температур среды должны соответствовать нормам, приве-
денным  в таблице 3. 

2.3.7 Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на 
микросхемы должен быть следующим: 

– при включении на микросхемы сначала подают напряжения питания  
      UCC1 и UCC2, а затем входные напряжения UI, или одновременно;   

–    при выключении напряжения питания UCC1 и UCC2  снимают последними 
или одновременно с входными напряжениями UI . 

2.3.8 Микросхемы должны быть устойчивы к воздействию статического 
электричества (СЭ) с потенциалом не менее 1000 В. 
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Таблица 2 – Электрические параметры микросхем при приемке и поставке 
 

           Норма Наименование параметра, единица измерения, 
режим измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не ме-
нее 

не более 
Темпе - 
ратура 
среды,  
    °С 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 
 1. Выходное напряжение низкого уровня,  В 

при  UCC1 ≥ 3 В,   UCC2 ≥ 2,25 В 
     IOL ≤ 4 мА   и    IOL 

1 )
 ≤ 0,2 мА 

UOL – 0,4 25 ± 10 
-60 
85 

 2. Выходное напряжение высокого уровня,  В 
при  UCC1 ≥ 3 В,   UCC2 ≥ 2,25 В 
   IOH ≤ 4 мА   и   IOH  

1)
  ≤ 0,2 мА   

UOH 2,4 
1,8 1) 

– 25 ±  10 
-60 
85 

 3. Выходное напряжение низкого уровня при ФК, В 
при  UCC1 ≥ 3 В,   UCC2 ≥ 2,25 В,   fС ≤ 80 МГц 

и CL 
2) ≤ 30 пФ 

UOLF – 0,8 25 ± 10 
-60 
85 

 4. Выходное напряжение высокого уровня при ФК, В 
при  UCC1 ≥ 3 В,   UCC2 ≥ 2,25 В,   fС ≤ 80 МГц 

и CL 
2)  ≤ 30 пФ 

UOHF 2 – 25 ± 10 
-60 
85 

 5. Ток потребления в статическом режиме 
(периферия),  мА 

при  UCC1 ≤ 3,6 В,    UCC2 ≤ 2,75 В 

 
IСС1 

 
– 

 
2,0 

25  ± 10 
-60 
85 

 6. Ток потребления в статическом режиме 
     (ядро),  мА   при UCC1 ≤ 3,6 В,   UCC2 ≤ 2,75 В 

IСС2 – 8,0 25 ± 10 
-60 
85 

7. Динамический ток потребления (периферия), мА  
     при  UCC1 ≤ 3,6 В,   UCC2 ≤ 2,75 В, 

fС ≤ 80 МГц    и    CL 
2)  ≤ 30 пФ 

ICCO1 – 150 25 ± 10 
-60 
85 

8. Динамический ток потребления (ядро), мА  
       при  UCC1 ≤ 3,6 В,   UCC2 ≤ 2,75 В,   fС ≤ 80 МГц 

и CL 
2)  ≤ 30 пФ 

ICCO2 – 350 25 ±  10 
-60 
85 

1 25  ± 10 
5 -60 

 9. Ток утечки низкого (за исключением входов  
       TRST, TMS, TDI, Ch_PLL) и высокого уровня на 
        входе,  мкА        при UCC1 ≤ 3,6 В,   UCC2 ≤ 2,75 
В 

 
ILIL, ILIH 

 
– 

5 85 

180 25 ± 10 
300 -60 

 10.  Входной ток низкого уровня по входам  
        TRST,  TMS, TDI, Ch_PLL,  мкА 
         при  UCC1 ≤ 3,6 В,   UCC2 ≤ 2,75 В 

 
IIL

3) 
 

– 
300 85 

5, 180 4) 25 ±  10 
10, 300 4) -60 

 11. Выходной ток низкого и высокого уровня  
     на  входе/выходе,  выходе   в состоянии  
   «Выключено», мкА  при UCC1 ≤ 3,6 В, UCC2 ≤ 2,75 В 

 
II/OZL, II/ОZH, 

IOZL, IОZH 

 
– 

10, 300 4)             85 
 12.   Входная емкость,  пФ CI – 10 25 ± 10 
 13.   Емкость входа/выхода,  пФ CI/O – 10 25 ± 10 
 14.   Емкость выхода,  пФ CO – 15 25 ± 10 
   
  1)  -    Для выходов  XTO, RTCXTO   
  2)    -  С учетом паразитных емкостей. 
  3) -  С внутренними резисторами  в цепях между выводом от источника напряжения питания  
           VCC  и  входами  TRST, TMS, TDI, Ch_PLL 
  4)  -   Для выходного тока  низкого уровня в состоянии «Выключено» по выводу nDE с внутрен– 
           ним резистором в цепи между выводом от источника напряжения питания VCC  и  
               входом/выходом nDE 
 
     Примечание –  Режимы измерения электрических параметров приведены в таблице 6 
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Таблица  3 – Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем 
 

Предельно-допустимый 
режим 

Предельный режим  
Наименование 

параметра режима, 
единица  измерения 

Буквен-
ное 

обозна-
чение 

не 
менее 

не 
более 

не 
менее 

не 
более 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - 
1. Напряжение питания  
    (периферия), В 

 
UСС1 

 
3,0 

 
3,6 

минус 
0,3 

 
4,1 

2. Напряжение питания 
    (ядро), В 

 
UСС2 

 
2,25 

 
2,75 

минус 
0,3 

 
3,0 

3. Входное напряжение вы-
сокого уровня на входах ,  В  

 
UIH 

 
2,5 

 
UСС1+0,1 

 
– 

 
(UСС1 + 0,3)2) 

4. Входное напряжение  
    низкого уровня  на   
     входах ,  В  

 
UIL 

 
0,0 

 
0,71) 

минус 
0,32) 

 
– 

5.  Напряжение на любом  
    выводе, В 

 
U 

 
0,0 

 
UСС1, UCC2

3) 
минус 
0,32) 

 
(UСС1 + 0,3)2) 

(UСС2 + 0,25)3) 
6. Напряжение на входе\вы -          
    ходе, выходе в состоянии 

      «Выключено», В 

 
 

UI/OZ , UOZ 0,0 
 

UСС1 
минус 
0,32) 

 
(UСС1 + 0,3)2) 

7. Выходной ток низкого  и 
    высокого  уровня,  мА 

 
IOL, IOH – 4 4) – 6 4) 

8. Рассеиваемая мощность, 
                     Вт  

 
Ptot 

 
– 

 
1,3 

 
– 

 
2,5 

9. Частота следования так - 
    товых сигналов,   МГц 

 
fС 

 
– 

 
80 

 
– 

 
100 

10. Время нарастания и спа- 
     да входных сигналов, нс 

 
tLH, tHL 

 
– 

 
2,5 

 
– 

 

10,0 
11.   Емкость нагрузки,  пФ СL – 30 5), 6) – 50 5) 

 

1) -  С учетом всех видов помех 
2)  - Допускается импульсное превышение напряжений входных сигналов над  
    напряжением питания UCC1 (положительное) и относительно общего вывода GND 
    (отрицательное) амплитудой 0,4 В (с учетом постоянной составляющей) с  
    длительностью      tW ≤ 20 нс   и  скважностью Q ≤ 5 
3)  -  Только для выводов CVDD и AVDD 
4)  -  С учетом предельно-допустимой и предельной мощности рассеивания соответ- 

                 ственно           
5)   -  При контроле параметров 
6)  -  С  учетом паразитных  емкостей 
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2.4  Требования  по  стойкости  к  воздействию   
       механических  факторов 
 
Механические факторы – по ОСТ В 11 0998. 
 
2.5  Требования  по  стойкости  к  воздействию   
       климатических  факторов 
 

Повышенная рабочая температура среды                 плюс 85° С. 
Повышенная предельная температура среды           плюс 125° С. 
Смена температур:  

- от пониженной предельной температуры среды   минус 60° С.  
            - до повышенной предельной температуры среды  плюс 125° С. 

Требования по устойчивости к воздействию статической пыли не предъявляются. 
 
2.6  Требования  по  стойкости  к  воздействию   
       специальных  факторов  
 
2.6.1 Характеристики  7И1, 7И6, 7И7, 7С1, 7С4, 7К1 и 7К4 по группам испол-

нения должны быть не хуже: 7И1 –     , 7И6 –     , 7И7 –     , 7С1 –     , 7С4 –     ,  
7К1 –     , 7К4 –      . 

Требования к характеристикам  7И4, 7И10, 7И11, 7С3, 7С6, 7К3, 7К6, 7К9, 
7К10, 7К11, 7К12  не предъявляют. 

Допускается в процессе и непосредственно после воздействия специальных 
факторов с характеристикой 7И6 временная потеря работоспособности микросхем. 
По истечении 2 мс от начала воздействия работоспособность восстанавливается.  

Критериями работоспособности являются выходные напряжения низкого UOLF и  
высокого уровня UOHF при ФК и токи потребления в статическом режиме ICC1 и ICC2. 
Контроль работоспособности проводят по низкому и высокому уровню выходных на-
пряжений   UOLF ≤ 0,8 В  и  UOHF ≥ 2,0 В. 

Уровень бессбойной работы (УПР) по характеристике 7И8*  должен быть не 
ниже  группы исполнения     0,02   х 1Ус. 

 
 
2.7  Требования  по  надежности 
 
2.7.1 Наработка до отказа в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых 

         настоящими ТУ, при температуре окружающей среды не более  (65+5) ° С  должна 
         быть не менее 100 000 час. и не менее 120 000 час. в следующем облегченном  
         режиме:    UCC1 = 3,3 В ± 3 %, UCC2 = 2,5 В ± 3 %   и температуре окружающей среды 
         T = (50 ± 3) ° С.  
 
 
 
 
 
 
 
          * Устанавливаются в процессе ОКР 
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2.8  Требования  по  стойкости  к  технологическим  
       воздействиям  при  изготовлении  радиоэлектронной  
       аппаратуры  
 
Требования по стойкости к технологическим воздействиям при изготовле-

нии радиоэлектронной аппаратуры – по ОСТ В 11 0998. 
 
2.9  Требования  к  совместимости  микросхем 
 
Требования к совместимости микросхем – по ОСТ В 11 0998. 
 
2.10  Дополнительные  требования  к  микросхемам 
 
2.10.1 Микросхемы пожаробезопасны. 
 
2.11  Требования  к  маркировке  микросхем 
 
2.11.2 Чувствительность микросхем к СЭ обозначают равносторонним  

треугольником  ( ∆ ).             
 
2.12  Требования  к  упаковке 
 
2.12.1 Микросхемы могут быть упакованы в спутники–носители для авто-

матической сборки (монтажа) аппаратуры по ГОСТ РВ 20.39.412 или в картонные 
коробки для ручной сборки (монтажа) аппаратуры в соответствии комплектом 
конструкторской документации, приведенным в таблице 1. 

Конкретный вид упаковки указывается в договоре на поставку. 
2.12.2 Упаковка должна обеспечивать защиту микросхем от СЭ. 
2.12.7 В содержании маркировки упаковки должно соответствовать полно-

му условному обозначению микросхемы – 1892ВМ3Т. 
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3.  Требования к обеспечению и контролю качества 
 
Требования к обеспечению и контролю качества – по ОСТ В 11 0998 с дополнения-

ми и уточнениями, приведенными в настоящем разделе. 
  
3.1  Общие  положения 
 
Общие положения – по ОСТ В 11 0998. 
 
3.2  Требования  к  обеспечению  и  контролю  качества   
       в  процессе  разработки 
 
Требования к обеспечению и контролю качества в процессе разработки – по  

  ОСТ В 11 0998. 
 
3.3  Требования  к  обеспечению  и  контролю  качества   
       в  процессе  производства 
 
3.3.9.4 При проведении отбраковочных испытаний 

– термообработку микросхем после герметизации  проводят при повышенной рабочей 
температуре среды плюс 85° С; 

– испытание на воздействие изменения температуры среды проводят: 
  10 циклов от минус 60 до плюс 125° С;                   

– испытание на воздействие линейного ускорения – 10 000 g;  
– электрические испытания при нормальных климатических условиях перед элек-

тротермотренировкой (ЭТТ) проводят в соответствии  с таблицей норм 
РАЯЖ.431280.003 ТБ1 и пунктом 3.6.7 настоящих ТУ с проверкой статических парамет-
ров и ФК;  

– допускается по согласованию с представителем заказчика проводить ЭТТ в фор- 
 сированном режиме по РД 11 0755; 
         – электрические испытания и ФК (проверка статических и динамических параметров 
и ФК) проводят при нормальных климатических условиях, повышенной и пониженной 
рабочей температуре среды в соответствии с таблицей норм РАЯЖ.431280.003 ТБ1 и 
пунктом 3.6.7  настоящих ТУ. Проверку статических и динамических параметров и ФК 
при повышенной рабочей температуре среды проводят по методу 201–1.1. 
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                     3.4  Гарантии  выполнения  требований  к  изготовлению    
                            микросхем 
 
                     Гарантии выполнения требований к изготовлению микросхем – по  

ОСТ В 11 0998. 
 

3.5  Правила   приемки 
 
3.5.1 Общие требования 
3.5.1.1 Для подгрупп испытаний A1, В1, В2, В3, В4, D3, D6 допускается 

включать в выборку дефектные микросхемы по электрическим параметрам из той же 
партии. 

3.5.1.2 При испытаниях по подгруппам К7, К8 (последовательность 3), К9, 
К11 (группы испытаний 4, 7, 8, 9 таблицы 1 и 4, 5, 6 таблицы 2 ОСТ 11 073.013), К12, 
К14 (последовательность 3), К16, К18, К22, К23, К24, К25, К26, С2, С3 (последова-
тельность 3), С4, D4 (группы испытаний 2, 3, 4 таблицы 3 ОСТ 11 073.013) рекоменду-
ется  установку и крепление микросхем на платы проводить в соответствии  с рисун-
ком 1. 

При испытаниях по подгруппам К8 (последовательность 2), К9 (последова-
тельности 1, 2, 3), К11 (группа испытаний 4 таблиц 1, 2 ОСТ 11 073.013), С3 (последо-
вательность 2), С4 (последовательности 1, 2, 3), D4 (группа испытаний 2 таблицы 3 
ОСТ 11 073.013) направления воздействия  ускорений в соответствии с рисунком 1.  

При испытаниях по подгруппам К8 (последовательность 1), К9 (последова-
тельности 1, 2, 4), К11 (группы испытаний 2, 3, 6 таблицы 1 и 2, 3 таблицы 2  
 ОСТ 11 073.013), К13, К14 (последовательность 2), К15, К17, С3 (последователь- 
ность 1), С4 (последовательности 1, 2, 4) микросхемы помещают в камеры так, чтобы 
они не касались друг друга. 

Допускается по подгруппам К7, К11(группа испытаний 7, 8, 9 таблицы 1 и 5, 6 
таблицы 2 ОСТ 11 073.013), К14 (последовательность 3), К16, К18, К22, К23, К24, К25, 
К26, С2, D4 (группы испытаний 3, 4 таблицы 3 ОСТ 11 073.013) проводить испытания 
микросхем без их распайки на печатные платы с использованием контактирующих 
устройств.  

 

3.5.2 Квалификационные испытания (группа  К) 
3.5.2.1 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последо-

вательность их проведения в пределах каждой подгруппы, методы и условия испыта-
ний приведены в таблицах 4, 5 настоящих ТУ. 

Планы контроля и приемочное число устанавливают в соответствии с графами 
3, 4 таблицы 9 ОСТ В 11 0998 (по подгруппе К7 для цифровых микросхем – ИС8). 

 

3.5.3 Приемо–сдаточные испытания (группы А и В) 
3.5.3.1 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последо-

вательность их проведения в пределах каждой подгруппы, методы и условия испыта-
ний приведены в таблице 4 настоящих ТУ. 

Планы контроля и приемочное число устанавливают в соответствии с графами 
3, 4 таблицы 10 ОСТ В 11 0998. 

 

3.5.4 Периодические испытания (группы С и D) 
3.5.4.1 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, после-

довательность их проведения в пределах каждой подгруппы, методы и условия испы-
таний приведены в таблицах 4, 5 настоящих ТУ. 

Планы контроля и приемочное число устанавливают в соответствии с графа-
ми 3, 4 таблицы 11 ОСТ В 11 0998 (по подгруппе С2 для цифровых микросхем – ИС8). 
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3.6  Методы  контроля 
 
3.6.1 Схемы включения микросхем под электрическую нагрузку при испытани-

ях, электрические режимы выдержки в процессе испытаний, способы контроля и пара-
метры – критерии контроля нахождения микросхем под этими режимами приведены на 
рисунках  2 – 4.      

3.6.2 Методы измерения электрических параметров 
3.6.2.1 Измерение выходного напряжения низкого UOL и высокого UOH уровней  

проводят согласно  ГОСТ 18683.1  в режимах и условиях, указанных в таблице 6,  по 
схеме измерения, приведенной на  рисунке 5. 

3.6.2.2 Измерение тока потребления в статическом режиме (периферия) IСС1 и 
(ядро) IСС2  проводят согласно  ГОСТ 18683.1  в режимах и условиях, указанных  в  таб-
лице 6,  по схеме измерения, приведенной на  рисунке  6. 

3.6.2.3 Измерение динамического тока потребления (периферия) ICCO1 и  
(ядро) ICCO2  проводят согласно ОСТ 11 073.944   в режимах и условиях, указанных  в  
таблице 6,  по схеме измерения, приведенной на  рисунке 7. 

3.6.2.4 Измерение тока утечки низкого ILIL (за исключением входов TRST, TMS, 
TDI) и высокого ILIH уровня на входе, входного тока низкого уровня IIL по входам TRST, 
TMS, TDI, выходного тока низкого II/OZL и высокого II/OZH уровня на входе/выходе и вы-
ходного тока низкого IOZL и высокого IOZH уровня на выходе в состоянии «Выключено», 
проводят  согласно  ГОСТ 18683.1  в режимах и условиях, указанных в  таблице 6,  по 
схеме измерения,  приведенной на  рисунке  8. 

3.6.2.5 Измерение емкостей  
Измерение входной емкости CI, емкости входа/выхода CI/O и емкости выхода CO 

проводят в режимах и условиях, указанных в таблице 6 по схеме измерения, приведен-
ной на рисунке 10.  

Перед измерением емкостей CI , CI/O , CO необходимо измерить паразитную ем-
кость CП измерительного устройства без микросхемы. 

Входную емкость CI (емкость входа/выхода CI/O или емкость выхода CO), пФ, 
вычисляют по формуле 

 

CI (CI/O или CO)= CI
/( CI/O

/ или CO
/) – CП , 

 

где CI
/ ( CI/O

/ или CO
/)  – измеренная входная емкость (емкость входа/выхода  или емкость 

выхода), пФ; 
 CП  – паразитная емкость, пФ. 

 
3.6.3 Параметры микросхем для всех видов испытаний, их нормы, условия, ре-

жимы и погрешности измерения этих параметров приведены в таблице 6. 
Погрешности измерения электрических параметров указаны при установленной 

вероятности 0,997. 
3.6.4 Перечень стандартного оборудования и контрольно-измерительных прибо-

ров, обеспечивающих испытания микросхем под электрической нагрузкой и измерение 
их параметров, приведен в приложении В. 

3.6.6 При испытаниях по подгруппам К22, К23, К24, К25 контроль параметров и 
работоспособности в процессе испытаний осуществляется по схеме измерения, приве-
денной на рисунке 4. 

Контроль работоспособности осуществляют осциллографом,  который подклю-
чают к соответствующим выводам микросхемы. Испытания микросхем проводят при 
UСС1 = (3,3 ± 0,3) В и UСС2 = (2,5 ± 0,25) В. 
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3.6.7 ФК проводят согласно ОСТ 11 073.0944 в режимах и условиях, указанных в 

таблице 6, с контролем на соответствующих выводах микросхемы выходных напряже-
ний низкого UOLF и высокого UOHF уровня при ФК, по схеме измерения приведенной на 
рисунке 9.  

Критерием годности является выполнение микросхемой своих функций в соот-
ветствии с алгоритмами контроля электрических параметров, приведенными в таблице 
норм  РАЯЖ.431280.001 ТБ. 

 
3.7  Гарантии   выполнения    требований   к   микросхемам  
 
Гарантии выполнения требований к микросхемам – по ОСТ В 11 0998. 
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Таблица 4 – Квалификационные (К), приемо-сдаточные (А и В) и периодические испытания (С и D) 
Обозначения (или порядковые номера)  пара-

метров в соответствии с таблицей 6 
Примечание Под-

груп-
пы 
испы-
таний 

Вид и последовательность испытаний 

перед 
испытанием 

в процессе 
испытания 

после 
испытания 

Метод и ус-
ловия испы-
тания по 

ОСТ 11 073.013 
(или НД) 

ВП ОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 
К1 

(А1) 
С1 

 

1. (  ) Проверка внешнего вида – По образцам внеш-
него вида и по опи-
санию образцов 
внешнего вида  
ЮФ3.438.007 Д2 

– 405-1.3  
 
 
 
 

 

 
 

500-1 
 
 

203-1 

 
 

 

 
 
 

201-2.1 
(201-1.2 для А2) 

 
 
 
1 

 
 
 

500-1 

 

 
 

203-1 

 

К1 
(А2) 
С1 

2 (1).  Проверка статических параметров, 
при: 
- нормальных климатических условиях 
 
 
- пониженной рабочей температуре 
      среды 
 
- повышенной рабочей температуре 
      среды 
 
 
3 (2).  Проверка динамических парамет-
ров,      
при: 
- нормальных климатических условиях 
 
- пониженной рабочей температуре  
      среды 
 
- повышенной рабочей температуре 
      среды 

 
 

– 
 
 
 

– 
 
 

– 
 
 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 

 
 

1.1, 2.1, 5.1, 6.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

 
 

1.2, 2.2, 5.2, 6.2 
 
 

1.3, 2.3, 5.3, 6.3, 9.3, 
10.3, 11.3 

 
 
 

7.1, 8.1 
 
 

7.2, 8.2 
 
 

7.3, 8.3 
 

 
 
– 
 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 

 
 

201-2.1 
(201-1.2 для А2) 

 
 
1 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
К1 

(А2) 
С1 

 
 

4 (3).  Функциональный контроль при: 
 - нормальных климатических условиях 
 
 - пониженной рабочей температуре 
      среды 
 - повышенной рабочей температуре  
      среды 

 
– 
 
 

– 
 
 

– 

 
3.1, 4.1 

 
 

3.2, 4.2 
 
 

3.3, 4.3 

 
– 
 
 
– 
 
 
– 

 
500-7 

 
 

203-1 
 
 

201-2.1 
(201-1.2 для А2) 

  
 
 
 
 
 
 

1 

 

К1 
С1 

5. Проверка электрических параметров, 
отнесенных в ТУ к периодическим 
испытаниям, только при нормальных 
климатических условиях 

 
 
 

– 

 
 
 
– 

 
 
 
– 

 
 
 

500-1 

 
 
 

2 

 

К1 
 

6. Проверка электрических параметров, 
отнесенных в ТУ только к квалификаци-
онным испытаниям, при: 
 -   нормальных климатических условиях 
 
- пониженной рабочей температуре           
среды 
 
 
 
7. Переключающие испытания при:  
 - нормальных климатических условиях 

 
 
 

– 
 
 

– 
 
 
 
 

– 

 
 
 

12.1, 13.1, 14.1 
 
 

9.2, 10.2, 11.2   
 

 
 
 

− 

 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
 
 
– 

 
 
 

500-1 
 
 

203-1 
 
 
 
 

по ТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
А2 4.  Переключающие испытания, при: 

- нормальных климатических условиях 
- пониженной рабочей температуре 

среды 
- повышенной рабочей температуре 

среды 

 
– 
 

– 
 

– 

 
– 
 
– 
 
– 

 
– 
 
– 
 
– 

 
по ТУ 

 
3 
 

3 
 

3 

 

К2 
(С6) 

 

1.  Испытание на чувствительность к раз-
ряду статического электричества  
 
 
(1).  Испытание на подтверждение допус-
тимых уровней статического электричест-
ва 
 
 
 
2 (2).  Проверка статических параметров 
при  нормальных климатических условиях 

 
1.1, 2.1, 5.1, 
6.1, 9.1, 10.1, 

11.1 
 
 

1.1, 2.1, 5.1, 
6.1, 9.1, 10.1, 

11.1 
 
 

– 

 
                – 

 
 
 
 
– 
 
 
 
 
– 

 
– 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 

1.1, 2.1, 5.1, 6.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

 
502-1, 
502-1а 

 
 
 

502-1, 
502–1б 

 
 
 

500-1 

 
 
 
 
 
 

4 

 

К3 
В1 

(D3) 

1.  Проверка габаритных, установочных и 
присоединительных размеров  
  
 
 
 
 

 
 
2 (  ).  Контроль содержания паров воды 
внутри корпуса  

 
– 
 
 
 
 
 
 

 
 

– 

 
По габаритному 

чертежу  
РАЯЖ.431280.001 ГЧ 

 
 

 
– 
 
 
 
 
 
 

 
 
– 

 
404-1 

 
 
 
 
 
 
 

222-1  

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

2 для В1 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 
К1 

(А2) 
С1 

 
 

4 Функциональный контроль при: 
- нормальных климатических условиях 
 
- пониженной рабочей температуре 

среды 
 
-    повышенной рабочей температуре  
среды 

 
– 
 
 

– 
 
 

– 

 
3.1, 6.1, 9.1, 10.1 
 
 
3.2, 6.2, 9.2, 10.2 
 
 
3.3, 6.3, 9.3, 10.3              

 
– 
 
 
– 
 
 
– 

 
500-7 

 
 

203-1 
 
 

201-2.1 

 
 
 
 
 
 
 

1 
К1 
С1 

5 Проверка электрических параметров, 
отнесенных в ТУ к периодическим  
испытаниям, только при нормальных 
климатических условиях 
 
6 Проверка электрических параметров, 
отнесенных в ТУ только к квалификаци-
онным испытаниям, при: 
-    нормальных климатических условиях 
 
- пониженной рабочей температуре 
      среды 
 
- повышенной рабочей температуре 

среды 
 
7 Переключающие испытания, отнесен-
ные в ТУ к приемо-сдаточным, при:  
-    нормальных климатических условиях 

 
 
 

– 
 
 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 
 

– 

 
 
 
– 
 
 
 
 
11.1 
 
 
7.2, 8.2, 11.2 
 
 
11.3 
 
 
 
                – 

 
 
 
– 
 
 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
 
– 

 
 
 

500-1 
 
 
 
 

500-1 
 
 

203-1 
 
 

201-2.1 
 
 
 
– 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
К2 

 
 

1 Испытание на чувствительность к раз-
ряду статического электричества  
 

 
1.1, 2.1, 4.1, 
5.1,  7.1, 8.1 

 

 
                – 
 

 
– 
 

 
502-1 
502-1а 
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Продолжение таблицы 4 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - -8-  
К4 

(B2) 
1 (1).  Испытание на способность к пайке 
 
 
2.  Испытание на теплостойкость при пай-
ке 
 
 
 
 
 
3 (2).  Проверка внешнего вида 

Внешний 
вид выводов 

 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

 
 

– 

– 
 
 
– 
 

 
 
 
 

– 

Внешний вид 
выводов 

 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1   

 
 
 
 

По образцам 
внешнего вида и 
по описанию 
образцов внеш-
него вида 
ЮФ3.438.007 Д2 

402-1 
 
 

403-1 
 
 
 
 
  

405-1.3 

6 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

К5 
В3 

(С5) 

1 (1).  Испытание выводов на воздействие 
растягивающей силы 
 
 
 
2 (2).  Испытание гибких проволоч-
ных и ленточных выводов на изгиб 
гибких лепестковых выводов на из-
гиб 
 
(4).  Испытание на теплостойкость 
при пайке 
 
 
 
 
4 (5).  Испытание на герметичность 

 
– 

 
 
 
 

– 
 
 
3 (3).  Ис-
пытание 

– 
 
 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

   

 
– 
 
 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
 
 
– 

 
– 
 
 
 
 
– 

 
 
– 

 
 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

   
Оценка герме-
тичности 

 
109-1 

 
 
 
 

110-3 
 
 

111-1 
 
 

403-1 
 
 
 
 

401-8  

 
2 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

7 
 
 
 
 

2 для В3 

 
 
 



 
Инв№подл Подп. и дата            Взам инв № Инв № дубл Подп. и дата 
     

   
 

И
зм   

Л
ист   

 

№
 докум 

  

П
одп 

  

 

Д
ата   

 

 

 

 
 

ГО
С
Т 2.106-96      Ф

орма 9а                                                                          К
опировал.                                 Ф

ормат  А
4 

  Л
ист 

 

 
 

Продолжение таблицы 4 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - -  -7 -8- 
К5 5.  Проверка качества маркировки 

 
 
 
 
 
6.  Испытание на воздействие очищающих 
растворителей 

– 
 
 
 
 
 
 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 
 

– 
 
 
 
 
 
 
– 

Оценка маркировки по 
образцам внешнего 
вида и по описанию 
образцов внешнего 
вида 
ЮФ3.438.007 Д2 

 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 
Оценка маркировки по 
образцам внешнего 
вида и по описанию 
образцов внешнего 
вида 
 ЮФ3.438.007 Д2 

407-1 
по п. 2.6.1 

 
 
 
 
 

411-1*   
 

  
 
 
 
 

 

 
К6 

(В4) 
 
 

 
  (1). Проверка качества маркировки 
 
 
 
 
 
 
 
1 (2).  Внутренний визуальный контроль 
 
2 (3).  Контроль прочности сварного 
соединения 
 
3 (4).  Испытание соединения кристалл-
под-  ложка на сдвиг 

 
– 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 

 
– 
 
 
 
 
 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 

 
Оценка маркировки по 
образцам внешнего 
вида и по описанию 
образцов внешнего 
вида 
ЮФ3.438.007 Д2 

 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 

 
407-1  

по п. 2.6.1 и 
       407-3 
по ГОСТ 30668 

 
 
 
 

405-1.1 
 
 

109-4 
 
 

115-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

8 
 
 

8, 
2 для В4 
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Продолжение таблицы 4 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - -8- 

 
К7 

 
– 

(С2) 

1 (1).  Кратковременные испытания на без-
отказность длительностью 1000 ч  

 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 
 

1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 
5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 

9.3, 10.3, 11.3  
контроль рабо-
тоспособности 
по рисунку 2 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 

9.1, 10.1, 11.1 

 
700-1 

 

 
9 
 

9 
 
 

 
700-2.1 

      
 
 
 
 

 
 
 
 

500-1, 
500-7, 
203-1 

 
9 

 

К7 
 

2.  Кратковременные испытания на безот-
казность длительностью 3000 ч 
 
 
 
 
 
 
3.  Проверка электрических параметров по 
подгруппе К1 (последовательности 2, 3, 4,  
6 – только для нормальных климатических 
условий) 

 
– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 

 
1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 
5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 

9.3, 10.3, 11.3  
контроль рабо-
тоспособности 
по рисунку 2 

 
 
 
 
– 

 
– 
 
 
 
 
 
 
 
 

201-2.1 1 

 
 
 
 
 

В5 Кратковременные испытания на безотказ-
ность длительностью 240 ч 

 
– 

 
– 

 
– 

 
700-1 

 
2 
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Продолжение таблицы 4 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - -8- 
К8 

(С3) 
1 (1).  Испытание на воздействие измене-
ния температуры 
 
 
 
 
2 (2).  Испытание на воздействие линей-
ных ускорений 
 
3 (3).  Испытание на влагостойкость в 
циклическом режиме 
 
 
4 (4). Испытание на герметичность 
 
 
5 (5).  Проверка внешнего вида 
 
 
 
 
6.  Проверка электрических параметров по 
подгруппе К1 (последовательности 2, 3, 4,  
6 – только для нормальных климатических 
условий) 
 
 
 
 
(6).  Проверка электрических параметров 
по подгруппе С1 (последовательности 2, 3, 
4) при нормальных климатических услови-
ях 

 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 

– 

 
– 
 
 
 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 
 

 
– 

 
  
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
– 

 
– 
 
 
 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

Оценка  
герметичности 

 
По образцам внеш-
него вида и (или) 
по описанию об-
разцов внешнего 
вида 
ЮФ3.438.007 Д2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
205-3 
205-1 

 
 
 
 

107-1 
 
 

207–4 
 
 

401-8  
 
 

405-1.3 
 
 
 
 
 
 
 

500-1,  
500-7, 
203-1 

201-2.1 
 
 
 

500-1, 
500-7 

 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 

12,  
   рисунок 3     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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Продолжение таблицы 4 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - -8- 
В6 1.  Испытание на воздействие изменения 

температуры 
 
 
 
2.  Испытание на воздействие линейных 
ускорений 
 
3.  Испытания на герметичность 
 
4.  Проверка электрических параметров 
по подгруппе испытаний А2 (последова-
тельности 1, 2) 

 
– 
 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 

 
– 
 
 
 
 
– 
 
– 
 
 
 
 

 
– 
 
 
 
 
– 
 
– 
 
 
 
– 

 
205-1 

 
 
 
 

107-1 
 

401–8 
 

500-1 
203-1 

201-1.2 

 
2 
 
 
 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 

К9 
(C4) 

1 (1).  Испытание на воздействие одиноч-
ных ударов 
 
 
 
 
2 (2).  Испытание на вибропрочность 
 
3 (3).  Испытание на виброустойчивость 
 
4 (4).  Испытание на воздействие повы-
шенной влажности воздуха (кратковре-
менное) 
 
5 (5).  Проверка внешнего вида 

  
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

   
– 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 

 
 
 

 
– 
 
 
 
 
– 
 

ICC1 и ICC2   
по рисунку 3 

 
– 
 
 
– 

 
– 
 
 
 
 
– 
 
– 
 
 
– 
 
 

По образцам внеш-
него вида и (или) 
по описанию об-
разцов внешнего 
вида 
ЮФ3.438.007 Д2 

 
106-1 

 
 
 
 

103-1.3 
 

102-1 
 
 

208-2 
 
 

405-1.3 
 
 
 

 
13 
 
 
 
 

13 
 

13 
 
 

13, 14 
 
 

13 
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Продолжение таблицы 4 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - -8- 
К9 

(С4) 
6.  Проверка электрических параметров по 
подгруппе К1 (последовательности 2, 3, 4, 
6) в нормальных климатических условиях 
 
(6). Проверка электрических параметров по 
подгруппе С1 (последовательности 2, 3, 4) в 
нормальных климатических условиях 

 
 
– 
 
 
 
– 

 
 
– 
 
 
 
– 

  
 

500-1, 
500-7 

 
 

500-1, 
500-7 

 
 
 

 
 
 

К10 
(D1) 

Испытание упаковки 
 
1 (1).  Проверка габаритных размеров ин-
дивидуальной, групповой, дополнительной 
и транспортной тары 
 
 
 
 
2.  Испытание на воздействие пониженно-
го атмосферного давления 
 
 
3 (2).  Испытание на прочность при сво-
бодном падении 
 
 
4.  Контроль внешнего вида 

 
 
 
 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 
 

 
– 
 
 
 

– 
 
 
 

– 

 
 
 

 
– 

 
 
 
 
 

– 
 
 
 
– 
 
 
 
– 

 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1   
 
По образцам 
внешнего вида и 
по описанию 
образцов внеш-
него вида 
ЮФ3.438.007 Д2 

 
 
 
 

404-2 
 ГОСТ РВ  20.57.416 

 
 
 
 

209-4  
 ГОСТ РВ  20.57.416 

 
 

408-1.4 
 ГОСТ РВ  20.57.416 

 
 

405–1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

15 
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Продолжение таблицы 4 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - -8- 

(К11) 
 

422-1 
(таблица 1) 

[D4] 

(  ) [1].  Определение запасов устойчиво-
сти к воздействию механических, тепло-
вых и электрических нагрузок (гранич-
ные испытания) 

В соответствии с таблицей 5 422-1 
(таблица 3) 

 

(К12) 
 

 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

 
– 

 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 
 По образцам 
внешнего вида и 
(или) по описа-
нию образцов 
внешнего вида 
ЮФ3.438.007 Д2 

 
16, 17,  

рисунок 3  

[D2] 

(  ) [1] . Испытание на воздействие повы-
шенной влажности воздуха (длительное) 

– – – 

 
207-2 

 

2 
К13 Испытание на хранение при повышенной 

температуре 
 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

 
– 

 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

 
201-1.1 

 
18 

406-1 
 
 

210-1 
 
 
 
 
 

209-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 

К14 
 

1.  Проверка массы микросхемы 
 
2.  Испытание на воздействие атмосфер-
ного повышенного давления 
 
 
 
 
3.  Испытание на воздействие атмосфер-
ного пониженного давления 
 
 

– 
 

 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 
 

 
– 

Масса  
 
 
– 
 
 
 
 
 

ICC1 и ICC2 

 по рисунку 3 
 

 

– 
 
 
– 
 
 
 
 
 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

   

 

А
ЕЯ
Р.431280.418 ТУ

 
25 



 
Инв№подл Подп. и дата            Взам инв № Инв № дубл Подп. и дата 
     

   
 

И
зм   

Л
ист   

 

№
 докум 

  

П
одп 

  

 

Д
ата   

 

 

 

 
 

ГО
С
Т 2.106-96      Ф

орма 9а                                                                         К
опировал.                                 Ф

ормат  А
4 

  Л
ист 

 

 
 

Продолжение таблицы 4 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - -8- 
К14 4.  Контроль внешнего вида – – По образцам внеш-

него вида и по опи-
санию образцов 
внешнего вида 
ЮФ3.438.007 Д2 

405-1.3   

К15 Испытание на воздействие плесневых гри-
бов 

 
– 

 
– 

 
Рост грибов 
не превышает 

балл 2 

 
214-1 

  

К16 Испытание на воздействие инея и росы 1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

– 
 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

206-1  16, 20  

К17 Испытание на воздействие соляного тумана Внешний вид 
микросхем 

– Внешний вид 
микросхем 

215-1  16  

К18 Испытание на воздействие акустического 
шума 

 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

 
ICC1 и ICC2 

 по рисунку 3 
 

 

 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

 
108-2 

 
19  

 

К19 Испытание  на пожарную безопасность – – – 410-1 
410-2 

2 
2 

 

К20 Испытание на воздействие статической 
пыли 

 
– 

 
– 

 
– 

 
213-1 

 
2 

 

(К21) 
[D6] 

(  ) [1] . Проверка способности к пайке об-
луженных выводов без дополнительного  
облуживания после хранения в течение 
12 месяцев 

 
 
 
– 

 
 
 
– 

 
 
 
– 

 
 
 

402-1 

 
 
 

2 
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Продолжение таблицы 4 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - -8- 
К22 Испытание на стойкость к воздействию 

одиночных импульсов напряжения (на им-
пульсную электрическую прочность) 

 
 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

 
 

3.3, 4.3,  
контроль работо-
способности по 
рисунку 4 

 
 
3.3, 4.3, 5.3, 6.3 
 
 

 
 

п. 3.6.6  
ОСТ В 11 0998

  

1.  Испытание на стойкость к воздействию 
специальных факторов с характеристиками 
7И6, 7И8, 7И10, 7И11 (по эффектам мощ-
ности дозы) 
 
 
 
2.  Испытания на стойкость к воздействию 
специальных факторов с характеристиками 
7И7, 7И10 (по дозовым ионизационным 
эффектам)  
 
 
 
 
3.  Испытания на стойкость к воздействию 
специальных факторов с характеристиками 
7И1, 7И4 (по эффектам структурных по-
вреждений) 
 

 
 
 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
– 

 

 
 
 

3.3, 4.3, 
контроль работо-
способности по 
рисунку 4 

 
 
 

3.3, 4.3, 
контроль работо-
способности по 
рисунку 4 

 
 
 
 

3.3, 4.3, 
контроль работо-
способности по 
рисунку 4 

 
 
 
3.3, 4.3, 5.3, 6.3 
контроль рабо-
тоспособности 
по рисунку 4 
 
 
 
3.3, 4.3, 5.3,  6.3 
контроль рабо-
тоспособности 
по рисунку 4 
 
 
 
 
3.3, 4.3, 5.3,  6.3 
контроль рабо-
тоспособности 
по рисунку 4 

 
 
 

п. 3.6.6  
ОСТ В 11 0998 

 

 
 
 

п. 3.6.6 
ОСТ В 11 0998 

 
 
 

 
 
 

п. 3.6.6 
ОСТ В 11 0998 
 

 
 
 

21, 22 
 
 
 
 
 

 
22, 23 

 
 
 
 
 
 
 

22, 24 
 

 
 
 
 
 
 

К23 

4.  Проверка электрических параметров 
при повышенной рабочей температуре 
среды 

 
– 

 
– 

 
1.3, 2.3, 3.3, 
4.3, 5.3, 6.3, 
7.3, 8.3, 9.3, 

10.3, 11.3 

 
201–2.1 

 
1 
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Продолжение таблицы 4 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - -8- 
К24   1.  Испытания на стойкость к воздейст-

вию специальных факторов с характери-
стиками 7С4, 7С6 (по дозовым ионизаци-
онным эффектам) 
 
 
 
 
 
2 . Испытания на стойкость к воздействию 
специальных факторов с характеристиками 
7С1, 7С3 (по эффектам структурных по-
вреждений) 
 
 
 
 
3.  Проверка электрических параметров 
при повышенной рабочей температуре 
среды  

 
 
 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 

10.1, 11.1 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 

– 

 
 
 
3.3, 4.3, 5.3, 6.3 
контроль работо-
способности по 
рисунку 4 
 
 
 
 
 
3.3, 4.3, 5.3, 6.3 
контроль работо-
способности по 
рисунку 4 
 
 

– 

 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 

1.3, 2.3, 3.3, 
4.3, 5.3, 6.3, 
7.3, 8.3, 9.3, 

10.3, 11.3 

 
 
 

п. 3.6.6  
ОСТ В 11 0998 

 
 
 
 
 
 
 

п. 3.6.6  
ОСТ В 11 0998 

 
 
 
 

201–2.1 

 
 
 

22, 25 
 
 
 
 
 
 
 
 

22, 26 
 
 
 
 
 

1 
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Продолжение таблицы 4 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - -8- 
К25 1.  Испытания на стойкость к воздействию 

специальных факторов с характеристиками 
7К1, 7К3, 7К4, 7К6 (по дозовым ионизаци-
онным эффектам) 
 
 
 
 
 
2.  Испытания на стойкость к воздействию 
специальных факторов с характериc- 
тиками 7К4, 7К6 (по эффектам структур-
ных повреждений) 
 
 
 
 
3.  Испытания на стойкость к воздействию 
специальных факторов с характеристиками 
7К9, 7К10, 7К11, 7К12 (по одиночным эф-
фектам) 
 
 
4.  Проверка электрических параметров 
при повышенной рабочей температуре 
среды 

 
 
 
1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 
 
 

 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 

– 

 
 
 

3.3, 4.3, 5.3, 6.3 
контроль работо-
способности по 
рисунку 4 

 
 
 
 
 

3.3, 4.3, 5.3, 6.3   
контроль работо-
способности по 
рисунку 4 

 
 
 
 
– 
 
 
 
– 

 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 

1.3, 2.3, 3.3, 
4.3, 5.3, 6.3, 
7.3, 8.3, 9.3, 

10.3, 11.3 

 
 
 

п. 3.6.6  
ОСТ В 11 0998 

 
 
 
 
 
 
 

п. 3.6.6  
ОСТ В 11 0998 

 
 
 
 
 
 

п. 3.6.6  
ОСТ В 11 0998

 
 

201–2.1 

 
 
 

22, 27 
 
 
 
 
 
 
 
 

22, 28 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
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Продолжение таблицы 4 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 -   -

8- 
К26 Длительные испытания на безотказность 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 
5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 
9.3, 10.3, 11.3 
контроль работо-
способности по 
рисунку 2 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

п. 3.5.6  
ОСТ В 11 0998

  

D5 1.  Обобщенная оценка λС  с периодично-
стью 2 или 3 года 
 

 
– 

 
– 

 
– 

 
По методам 
в соответст-

вии с  
 ГОСТ РВ 20.39.413, 
 ГОСТ РВ 20.57.414,  

РД 22.12.191 

  

  Сх Испытания на гамма-процентный срок  
сохраняемости 

 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1, 6.1, 
7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 

5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 
10.1, 11.1 

 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

 
п. 3.5.7 

ОСТ В 11 0998 

 
29 

 
  

* Способ установки и крепления микросхем при испытаниях, время выдержки микросхем после их извлечения из растворителя 
приведены в программе испытаний (ПИ). 

 

Примечания 
1.  Допускается проводить испытания по методу 201-1.1 при температуре среды на 15 0С больше повышенной рабочей темпе-

ратуры среды с временем выдержки микросхем в камере тепла не менее 10 мин. 
2.  Испытания не проводят. 
3.  Переключающие испытания обеспечиваются проверкой динамических параметров и ФК. 
4.  Испытание по подгруппе С6 проводят между выводами PGND, CGND, AGND (объединенными между собой) и выво-

дом nRST (вход). 
5.  Погрешность измерения не более  плюс  0,05 мм и не менее минус 0,05 мм. 
6.  Перед испытанием проводят ускоренное старение по методу 3 ОСТ 11 073.013. Выводы микросхем погружают в припой в 

направлении их продольной оси до корпуса. Допустимое количество погружений одних и тех же выводов микросхем – не 
более двух. Испытываемой поверхностью является зона вывода с размером (0,5 ± 0,2) мм в соответствии с габаритным чер-
тежом РАЯЖ.431280.003 ГЧ.  

7.  Испытанию подвергают  все выводы одной любой стороны микросхемы. При этом выводы микросхем опускают в ванну с 
расплавленным припоем в направлении их продольной оси до корпуса. 
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Продолжение таблицы 4 
8. Испытания по подгруппе К6 допускается проводить на микросхемах, прошедших испытания по подгруппе К8. 
9.  Испытания проводят при повышенной рабочей температуре среды плюс 85 0С. 
10.  100 циклов от минус 60 до плюс 125 0С. 
11.  10000 g. 
12.  Испытания по последовательности 3 подгрупп К8 и С3 не проводят, если проводят соответственно испытание по подгруп- 

пе К12  и  испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, как отдельную группу, с планом контроля n=10 и 
C=0.  Испытание по подгруппе К12  на воздействие повышенной влажности воздуха, как отдельной группы, проводят по 
методу 207–2 ОСТ 11 073.013 в течение 21 суток с покрытием микросхем лаком и под электрической нагрузкой по схеме 
включения, приведенной на рисунке 3. Допускается по согласованию с ПЗ проводить испытания в ускоренном режиме в 
течении 7 суток. По окончании испытания проводят измерение токов потребления в статическом режиме ICC1 и ICC2 по ри-
сунку 3 не позднее 40 мин с момента извлечения микросхем из камеры в нормальных климатических условиях. Режим из-
мерения в соответствии с рисунком 3. 

13.  Испытания по подгруппе С4 допускается проводить на микросхемах, прошедших испытания по подгруппе С3. 
14.  Испытания проводят без электрической нагрузки. По окончании испытания не позднее 40 мин с момента извлечения мик-

росхем из камеры, проводят измерение токов потребления в статическом режиме ICC1 и ICC2 по рисунку 3   в нормальных 
климатических условиях. Режим измерения в соответствии с рисунком 3.   

15.  При испытании микросхемы, предназначенные для контроля параметров, укладывают у боковых стенок и на дно транс-
портной тары, на которые производят сбрасывание. 

16.  При испытании микросхемы покрывают лаком марки УР–231 по ТУ 6–21–14 или ЭП–730 по ГОСТ 20824 в три слоя. 
17.  Испытания по подгруппе К12 проводят в соответствии с примечанием 12 к таблице 4, если не проводят испытания по по-

следовательности 3 подгруппы К8. 
18.  При повышенной предельной температуре среды плюс 125 °С. 
19.  Испытание проводят под электрической нагрузкой по схеме включения, приведенной на рисунке 3. Режим измерения в со-

ответствии  с рисунком 3. 
20.  После изъятия микросхем из камеры холода испытание проводят в нормальных климатических условиях под электриче-

ской нагрузкой по схеме включения, приведенной на рисунке 3, в течение времени, указанном в методе испытания. В тече-
ние этого времени через установленные в методе испытания промежутки времени проводят измерение токов потребления в 
статическом ICC1 и ICC2 по рисунку 3. Режим измерения в соответствии с рисунком 3. 

21.  Испытания с характеристиками 7И10, 7И11 не проводят. 
22.  Программу и методику проведения испытаний согласовывают с 22 ЦНИИИ МО. 
23.  Испытания с характеристикой 7И10 не проводят. 
24.  Испытания с характеристикой 7И4 не проводят. 
25.  Испытания с характеристикой 7С6 не проводят. 
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Продолжение таблицы 4 
 
 

26. Испытания с характеристикой 7С3 не проводят. 
27. Испытания с характеристиками 7К3, 7К6 не проводят. 
28. Испытания с характеристикой 7К6 не проводят. 
29. Объем выборки в соответствии с приложением А таблицы А.1 ГОСТ РВ 20.57.414 для микросхем со степенью интеграции 

ИС8. Условия хранения микросхем в упаковке предприятия–изготовителя  в  соответствии  с  условиями  хранения  приве-
денными  в  технологических  картах  (ТК)  предприятия-изготовителя  микросхем. По согласованию с ПЗ испытания про-
водят на любом типе микросхем серии 1892 одного типоразмера корпуса. 

30. Примечания к таблицам 9, 10, 11 ОСТ В 11 0998, применимые к настоящим ТУ, дополняются и уточняются примечаниями 
(1 – 29) к подгруппам испытаний таблицы 4 настоящих ТУ.   

31. Проверку электрических параметров по каждой подгруппе испытаний до, в процессе и после испытаний проводят по прин-
ципу «годен-брак». 
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Таблица 5 – Граничные испытания 
Порядковые номера параметров в соответствии с таблицей 6 Метод 

испыта-
ния по 

Пункт 
метода 
422-1 

Под-
группа 
испы-
тания 

Вид и последовательность 
испытания 

перед 
испытанием 

в процессе 
испытания 

после 
испытания ОСТ 11 073.013 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Определение теплового 
сопротивления микросхем 
 

– – – 
 

409-16 
 

2.1.6 1, 2 

2. Воздействие теплового 
удара 
 

 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 
11.1 

 
– 

 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 
11.1 

 
205-3 

 
2.1.7 

 
1, 2 

3. Воздействие изменения 
температуры среды 
 

 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 
11.1 

 
– 

 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 
11.1 

 
205-1 

 
2.1.8 

 
1, 2 

4. Воздействие одиночных 
ударов 
 

 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 
11.1 

 
– 

 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 
11.1 

 
106-1 

 
2.1.9 

 
1, 2, 3 

5. Определение резонанс-
ных частот конструкции – – – 100-1 2.1.10 1, 3 

К11 

6. Воздействие повышен-
ной температуры среды 

 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 
11.1 

 
– 

 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 
11.1 

 
201-1.1 

 
2.1.11 

 
1 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Воздействие ступенчатой 
электрической нагрузки 
при повышенной темпера-
туре среды 

 
 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

 
 
 
1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 
6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 
11.3 , контроль рабо-
тоспособности по 
рисунку 2 

 
 
 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

 
 
 

700-1 

 
 
 

2.1.12 

 
 
 

1, 2, 4 

 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

 
 

– 

 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

  
 

501-1 

 
 

2.1.13 

 
 

1 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 
6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 
11.3 , контроль ра-
ботоспособности по 
рисунку 2 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

501-1 2.1.13 1 

8.1  Определение предель-
ных значений электриче-
ских режимов эксплуатации 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

– 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

– 2.1.13 1 

8.2  Подтверждение предель-
ных значений электрических 
режимов эксплуатации 

 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

 
 

– 

 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

 
 

501-1 

 
 

2.1.13 

 
 

2 

К11 

9. Определение точки росы 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

ICC1 и ICC2 по ри-
сунку 3 

– 221-1 2.1.14 1, 5 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Определение теплового 
сопротивления микросхемы 

 
– 

 
– 

 
– 

 
409-16 

 
2.1.6 

 
 

2. Воздействие одиночных 
ударов 

 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 
11.1 

 
– 

 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

 
106-1 

 
2.1.9 

 
3 

3. Воздействие ступенча-
той электрической нагруз-
ки при повышенной рабо-
чей температуре среды 
 

 
 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 
11.1 

 
 
 

 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 
6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 
11.3,  контроль рабо-
тоспособности по ри-

сунку 2 

 
 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

 
 
 

700-1 

 
 
 

2.1.12 

  
 
 

4 

D4 

4. Подтверждение пре-
дель-ных значений элек-
трических режимов экс-
плуатации 

 
 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 
11.1 

 
 
 
                  – 

 
 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 
9.1, 10.1, 11.1 

 
 
 

501-1 

 
 
 

2.1.13 

 
 
 
 

 

Примечания 
1.  Испытания проводятся по пункту 2.1.2 метода 422-1 ОСТ 11 073.013. 
2.  Испытания проводятся по пункту 2.1.3 метода 422-1 ОСТ 11 073.013. 
3.  По согласованию с ПЗ испытания проводят на любом типе микросхем серии  1892 одного типоразмера корпуса. 
4.  Контроль электрических параметров в нормальных климатических условиях после испытаний проводится только после по-

следней ступени электрической нагрузки. Напряжения входных сигналов микросхемы увеличивают пропорционально увели-
чению напряжения питания микросхемы на каждой ступени электрической нагрузки. 

5.  Режим измерения в соответствии с рисунком 3. 
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Таблица 6 – Нормы и режимы измерения параметров микросхем  при испытаниях и ФК 
Норма 

параметра 
Режим  измерения Наименование параметра, 

единица измерения 
Буквен-
ное обо-
значение не 

менее 
не 
более 

Темпе-
ратура 
среды, 

°С 

Погреш-
ность 
при 

измере-
нии 

(контро-
ле) па-
раметра, 

% 

Напряжение 
питания, 

UСС1 (UCC2),  
В 

Входное 
напряжение 
низкого 
уровня 

(перифе-
рия), UIL, В 

Входное  
напряже-
ние высо-
когo 
уровня 

(перифе-
рия), 

UIH,  В 

Выход-
ной ток  
IОL (IОН), 
мА 

Частота сле-
дования так-
товых сигна-
лов fC, МГц  

(Cкважность) 

Ем-
кость 
нагруз-
ки CL, 
пФ 

При
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
– 0,4 25± 10 
– 0,4 -60 

1.1 Выходное напряжение 
1.2 низкого уровня,  В  
1.3   

 
UOL 

– 0,4 85 
 ± 1,5  3,0  ± 0,03 

(2,25±0,02) 
 
0,65±0,05  2,6 ±0,1 4,0 ± 0,2 – – 

  

2,4 – 25 ±10 
2,4 – -60 

2.1 Выходное напряжение 
2.2 высокого уровня,  В 
2.3  

 
UOH 

2,4 – 85 
 ± 1  3,0± 0,03 

(2,25±0,02) 0,65±0,05  2,6± 0,1 (4,0±0,2) – – 
  

– 0,8 25 ±10 
– 0,8 -60 

3.1 Выходное напряжение 
3.2 низкого уровня при ФК, В 
3.3   

 
UOLF 

– 0,8 85 
 ± 4  

3,0 ± 0,03 
(2,25± 0,02) 
3,6  ±0,04 
(2,75±  0,03) 

 (0,0 – 0,4) (2,5 – UCC1) 
(3,1 – UCC1) 

– 80,0±  0,8 
(Q = 2,0±0,1 )  ≤ 301) 

  

2 – 25 ±10 
2 – -60 

4.1 Выходное напряжение 
4.2 высокого уровня при ФК, В 
4.3  

 
UOHF 

2 – 85 
 ± 5  

3,0 ± 0,03 
(2,25 ±0,02) 
3,6 ± 0,04 
(2,75 ± 0,03) 

 (0,0 – 0,4) (2,5 – UCC1) 
(3,1 – UCC1) 

– 80,0 ± 0,8 
(Q = 2,0±0,1 )  ≤ 301) 

  

– 10 25 ±10 
–  10 -60 

5.1 Ток потребления в стати- 
5.2 ческом режиме (перифе- 
5.3 рия),  мА 

 
IСС1 

–  10 85 
 ± 1 3,6  ±0,04 

(2,75±0,03) GND UCC1 – – –  
  

–  10 25±10 
–  10 -60 

6.1 Ток потребления в стати- 
6.2 ческом режиме (ядро), мА 
6.3  

 
IСС2 

–  10 85 
 ± 1 3,6± 0,04 

(2,75±0,03) GND UCC1 – – –  
  

– 150 25±10 
– 150 -60 

7.1 Динамический ток потреб- 
7.2 ления (периферия),  мА 
7.3  

 
IССО1 

– 150 85 
± 2,5  3,6 ±0,04 

(2,75±0,03)  (0,0 – 0,4) (3,1 – UCC1) – 80,0  ±0,8 
(Q = 2,0±0,1 ) – 

 

– 300 25±10 
– 300 -60 

8.1 Динамический ток потреб- 
8.2 ления (ядро),  мА 
8.3  

 
IССО2 

– 300 85 
± 2,5 3,6 ± 0,04 

(2,75±0,03)  (0,0 – 0,4) (3,1 – UCC1) – 80,0  ±0,8 
(Q = 2,0±0,1 )  – 
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Продолжение таблицы 6  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

– 5  25±10 
– 10 -60 

9.1 Ток утечки низкого (за ис- 
9.2  ключением входов TRST,  
9.3  TMS, TDI, Ch_PLL) и вы-
сокого уровня на входе, мкА  

ILIL, ILIH 
– 10 85 

 ±2,5  3,6  ±0,04 
(2,75± 0,03) GND UCC1 – – – 

 

– 180  25±10 
– 300 -60 

10.1 Входной ток низкого 
10.2  уровня по входам TRST, 
10.3 TMS, TDI, Ch_PLL мкА 

 
IIL

2) 
– 300 85 

± 2,5  3,6 ±0,04 
(2,75 ±0,03) GND UCC1 – – – 

 

– 5, 1803) 25 ±10 
– 10, 3003) -60 

11.1 Выходной ток низкого  
11.2 и высокого уровня на  
11.3 входе/выходе и выходе в 
состоянии «Выключено», мкА 

II/OZL, II/ОZH, 
IOZL, IОZH 

– 10, 3003) 85 
 ±2,5  3,6 ± 0,04 

(2,75 ±0,03) GND UCC1 – – – 
 

12.1 Входная емкость, пФ CI – 10 25 ±10 ±20 – – – – – –  
13.1 Емкость входа/выхода, пФ CI/О – 10 25 ±10 ± 20 – – – – – –  
14.1 Емкость выхода, пФ CО – 15 25 ±10 ±20 – – – – – –  
        1) С учетом паразитных емкостей. 
        2) С внутренними резисторами  в цепях между выводами от источника напряжения питания PVDD (объединенных между собой)  и входами TRST, 
TMS, TDI . 
        3)  C внутренним резистором в цепи между выводами от источника напряжения питания PVDD (объединенных между собой)  и входом/выхо- 
дом nDE 
 
       Примечание  –  Проверку электрических параметров и ФК проводят в соответствии с пунктом 3.6.2 настоящих ТУ 
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      4  Транспортирование и хранение 
 

Транспортирование и хранение микросхем – по ОСТ В 11 0998.  
 

5  Указания по применению и эксплуатации  
 

Указания по применению и эксплуатации микросхем – по ОСТ В 11 0998 с дополне-
ниями и уточнениями, приведенными в настоящем разделе. 

 

5.1  О б щ и е  у к а з а н и я 
 

Общие указания – по ОСТ В 11 0998. 
 

5.2  У к а з а н и я  к  э т а п у  р а з р а б о т к и  а п п а р а т у р ы  
 

5.2.5 Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхе-
мы должен быть следующим: 

– при включении на микросхемы сначала подают напряжения питания UСС1 и UCC2, а 
затем входные напряжения UI , или одновременно; 

– при выключении напряжения питания UСС1 и UCC2  снимают последними или одно-
временно с входными напряжениями UI. 

5.2.6 Допускается работа микросхем при частоте следования тактовых сигналов fC не 
более 95 МГц, времени нарастания и спада входных сигналов tLH  и  tHL не более 9 нс и при 
емкости нагрузки CL не более 35 пФ, при этом динамические параметры не гарантируют-
ся. 
    5.2.7 Нумерация, обозначение и  наименование выводов микросхем приведены  в  таб-
лице Г.1 приложения  Г. 

 
5.3  Указания  по  входному  контролю  микросхем 

 
Указания по входному контролю микросхем – по ОСТ В 11 0998. 
 
5.4  Указания  к  производству  аппаратуры 

 
       5.4.1 Микросхемы  чувствительны  к  воздействию  СЭ – допустимое значение потен-
циала СЭ не более 1000 В*. 
       Для влагозащиты плат с микросхемами рекомендуется применять лак марки УР–231 
по ТУ 6–21–14 или ЭП–730 по ГОСТ 20824 в три слоя. 

5.4.2 Рекомендуется установку микросхем на платы проводить в соответствии с ри-
сунком 1 настоящих ТУ. Формовка и обрезка выводов не допускается.  

  Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре операциями пайки по  
ОСТ 11 073.063 для корпусов типа 4. Допустимое количество исправлений дефектов 

пайки отдельных выводов одной микросхемы – не более двух.  
Способ установки микросхем на платы и их демонтажа должен обеспечивать отсутст- 

вие передачи усилий, деформирующих корпус. 
Рекомендуется начинать пайку  с выводов PVDD, CVDD, AVDD и PGND, CGND, 

AGND. Пайку остальных выводов разрешается проводить в любой последовательности. 
При эксплуатации микросхем должны быть соединены между собой: все выво-

ды PVDD; все выводы CVDD и AVDD; все выводы PGND, CGND и AGND.  
5.4.9 Прогнозируемая зависимость показателей надежности  (интенсивность отка-

зов λ) от температуры кристалла Th приведена на рисунке 11. 
5.4.10 Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а так-

же производить замену микросхем необходимо только при снятии напряжений со всех 
выводов микросхемы. 

 
 
* Уточняется в процессе ОКР 
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РCCO = Ucc • (0,7 • n + 0,9 •10-2 • CL • fС • n) [мВт] 

 
6.  Справочные  данные 
 
Справочные данные – по ОСТ В 11 0998 с дополнениями и уточнениями, приве-

денными в настоящем разделе. 
 

6.2.1 Зависимости основных электрических параметров микросхем от режимов и ус-
ловий эксплуатации приведены в справочных листах РАЯЖ.431280.003 Д1  

    6.2.2  Значение собственной резонансной частоты микросхем не менее   *        кГц. 
    6.6  Предельное значение температуры p-n-перехода  кристалла плюс 125 °С. 

 
7.  Гарантии  предприятия – изготовителя. 
    Взаимоотношения изготовитель – потребитель . 
 
Гарантии предприятия–изготовителя и взаимоотношения изготовитель (поставщик) 

– потребитель (заказчик) – по ОСТ В 11 0998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
* Устанавливается в процессе ОКР 
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Припой Пт КР10 ПОС 61 
           ГОСТ 21931 
 
 
                            
 
 
 
 
 
                                                                             У2 
 
 
 
 
 
                                                                             Х1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
      Z2                                                                                                                         Z1 
 
 
 
 
 
 

 
Ключ 
                                                                              X2 
Направления воздействия ускорений:               
-     линейное ускорение – Y1; 
- одиночные удары – X1, Y1, Z1 для К9 (последовательность 1) и С4 (последователь- 
ность 1);  Y1 для К11 (группа испытаний 4 таблиц 1, 2 ОСТ 11 073.013) и D4 (группа ис- 
- пытаний 3 таблицы 3 ОСТ 11 073.013); 
- вибропрочность и виброустойчивость  -X1 (X2), Y1(Y2), Z1(Z2) 

 
 Рисунок 1 - Пример установки микросхем на плате и направления ускорений при ис-
пытаниях на механические воздействия. 
 

 

   Клей  ВК-9  ЩИ0.026.400 ТУ 
(допускается установка микросхем 
на плату без их приклейки при кли-
матических испытаниях и испытани-
ях на безотказность и долговечность)
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8, 32, 68, 79, 89, 98, 100, 
127, 144, 157, 172, 187, 198, 232
 

26 

12 

240 

Ucc1 

Ucc1 Ucc1 Ucc2 

3-7, 10-20, 23-31, 34-42, 45-53, 56-
60, 63-67, 70-72, 75-78, 81, 82, 85-
88, 91-93, 96, 97, 102-110, 113-117, 
122-126, 129-137, 140-143, 146-151, 
154-156, 159-167, 170-171, 174-180, 
182-186, 189-197,200-208, 211-221, 

224-231, 234-239 

3 

2 1 

21, 43, 54, 73, 83, 94, 111, 138, 152,  168, 209, 222 

9, 22, 33, 44, 55, 69, 74, 80, 84, 90, 95, 
99, 101, 112, 128, 139, 145, 153, 158, 
169, 173, 188, 199, 210, 223, 233 
 

180 

14 

 

C2 

R1 

R180 

C1 

1 – проверяемая микросхема 
 2, 3 – устройство коммутации питания. Частота коммутации питания 

 f = (0,05-60,0) Гц ,  скважность  Q = 1,1-3,0 
UCC1 =(3,5 ± 0,1) В и UCC2 =(2,65 ± 0,1) В;  
UCC1 =(4,2 ± 0,1) В и UCC2 =(3,4 ± 0,1) В – подтверждение предельного режима 
(граничные испытания) 
(R1 – R223) = 2,7 кОм ± 10%;  (С1, С2) = (1 – 5) мкФ 
 

 
Критерием нахождения микросхем под электрической нагрузкой является наличие им-
пульсного напряжения между  7 и 6  выводами микросхем на плате без их снятия с 
испытательного оборудования 
 
 
  
 

Рисунок 2 – Схема включения микросхем при испытаниях на воздействие 
повышенной рабочей температуры среды, безотказность, долговечность, гранич-
ные испытания 
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2, 5, 7, 11, 13, 15, 57, 59, 63, 65, 67, 71, 75, 77, 
81, 85, 87, 91, 93, 97, 103, 105, 147, 149, 151, 
155, 159, 161, 163, 171, 176, 180, 182, 184, 
186, 191, 193, 196, 200, 202, 204, 205, 208, 
212, 214, 216, 217, 220, 224, 226, 228, 229, 237

1 2 

21, 43, 54, 73, 83, 94, 111, 138, 152, 168, 209, 222 

12 

8, 32, 68, 79, 89, 
98, 100, 127, 
144, 157, 172, 
187, 198, 232 

UСС1 

UСС2 

         3 
14 
 
 
   53 

 

C2         C4 

 9, 22, 33, 44, 55, 69, 74, 80, 84, 90, 95, 
99, 101, 112, 128, 139, 145, 153, 158,  
169, 173,  188, 199, 210, 223, 233 
 

С1         С3 

26 

1 – проверяемая микросхема 
2, 3 – измерители тока 
(С1, С2) = (1 – 5) мкФ;   (С3, С4) = (100 – 330) Пф 
UCC1 = (3,5 ± 0,1) В  и UCC2 = (2,65 ± 0,1) В 
 
 
Измерение тока потребления в статическом режиме  ICC1 ≤ 10мA  и  ICC2 ≤ 10мA   
проводят при  UCC1 = (3,6 ± 0,04) В  и UCC2 = (2,75 ± 0,03) В соответственно 
 
 Примечание – выводы микросхемы, не изображённые на схеме, в процессе ис-
пытаний не подключают. 
 
  
 
 
 
 
Рисунок 3 -  Схема включения микросхем при испытаниях на воздействие атмо-
сферного пониженного давления, виброустойчивость, инея и росы, акустическо-
го шума, влагостойкость в циклическом режиме или на воздействие повышен-
ной влажности воздуха (длительное) и на определение точки росы (граничные 
испытания) 
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                                   Схема   включения  микросхем  при  
             11              на  
             1   
                                              UCC1 
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4 
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С2       С4

   2 
       S1.2 
1     

   2 
        S1.3 
1   
 

UCC2 

9, 22, 33, 44, 55, 69, 74, 80, 84, 90, 95, 
99, 101, 112, 128, 139, 145, 153, 158, 
169, 173, 188, 199, 210, 223, 233 

2-7, 10-15, 56-60, 63-67, 70-72, 75-78, 81, 
82, 85-88, 91-93, 96, 97, 102-105, 114, 147-
151, 154-156, 159-163, 165, 170, 171, 175-
177, 182-186, 189-197, 200-208, 211-221, 
224-231, 237, 238 
 
    109 

                            
            ТС      1      S1.1                      163 
                         (fС)                 

                                                        
2

                    

21, 43, 54, 73, 83, 94, 111, 138, 
152,168, 209, 222 

                                       8, 32, 68, 79, 89, 98, 100, 127,
                                         144, 157,  172, 187, 198, 232
 
 
                                          

С1       С2 

1 – генератор прямоугольных импульсов:  ТС = (0,1 ± 0,01) мкс    
 [ fC =(10 ± 1) Мгц   Q = 2,0 ± 0,2 ] 
2 – проверяемая микросхема 
3,4 – измерители тока 
5 – осциллограф 
S1  и  S2 – переключатели 
КТ – контрольная точка.  Критерием работоспособности микросхемы является 
наличие в КТ выходных импульсов  (UOLF ≤ 0,8 В и UOНF ≥ 2,0 В), контролируе-
мых с помощью осциллографа 
R1= (0,5 – 1,0) Ом х 2 Вт 
(С1, С2) = (1-5) мкФ;    (С3, С4) = (100 – 330) пФ 
     Переключатель  S2 должен находиться в положении 2 только в процессе испы-
таний по группе К23  (7И6) 
       При положении переключателя  S1 в положении 1 проводят проверку работо-
способности  (UOLF,  UOНF), а в положении 2 – контроль токов потребления в ста-
тическом режиме  (ICC1, ICC2) 
     Примечание – Выводы микросхем, не изображённые на схеме, в процессе ис-
пытаний не подключают 
 
 
Рисунок 4 – Схема включения микросхем при испытаниях на воздействие 
спецфакторов 
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                       UCC1 
 
C1          C3 

 

 21, 43, 54, 73, 83, 94, 111, 
138,  152, 168, 209, 222  

8, 32, 68, 79, 89, 98, 100, 
127, 144, 157, 172, 187, 

198, 232 
 

  9, 22, 33, 44, 55, 69, 74, 80, 84, 90, 95, 
  99, 101, 112, 128, 139, 145, 153, 158,  
    169, 173, 188, 199, 210, 223, 233                                                                                            

 17-20, 23-31, 34-42, 45-53, 106-110, 113, 
115-117, 122-126, 129-137, 140-143, 146, 
164, 166, 167, 178-180, 234-236, 239 

5-7, 10-15, 56-60, 63-67, 70-72, 75-78, 81, 82. 
85-88, 91-93, 96, 97, 102-105, 174,  183-186, 
189, 191-197, 200-208, 211-221, 224-229 

 3, 114, 147-151, 154-156, 159-163, 165, 
170, 171, 175-177, 182, 190, 231, 237 

UCC1 
UCC1 

2 

       1                      3                 5

4 

6     
         

16 
 
240 
 
4 
 
 
230 
 
2 
 
 
238 

1 - формирователь входного кода 
2 - коммутатор выходов и входов\выходов 
3 - измеритель напряжения 
4 - коммутатор входов 
5 - генератор нагрузочного тока 

 6 -проверяемая микросхема 
 
(С1, С2) = (1 - 5) мкФ;  (С3, С4) = (100 - 330) мкФ 
 
 
 
 Рисунок 5 – Схема измерения выходных напряжений низкого UOL  и высокого  
                                                  UOH  уровней.                                  
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223, 231, 233, 237, 238 
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51 

12 

14 

 1 – проверяемая микросхема 
 2, 3 – измерители тока 
 
 (С1, С2) = (1 - 5) мкФ;  (С3, С4) = (100 - 330) мкФ 
 
 Примечание – Выводы микросхемы, не изображённые на схеме, в процессе из-
мерений не подключают 
 

  Рисунок 6 – Схема измерения тока потребления в статическом режиме ICC1  и ICC2 
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3, 114, 147-151, 154-156, 159-163, 165,  
170, 171, 175-177, 182, 190, 231, 237 

9, 22, 33, 44, 55, 69, 74, 80, 84, 90, 95, 
99, 101, 112, 128, 139, 145, 153, 158, 
169, 173, 188, 199, 210, 223, 233 

14 

8, 32, 68, 79, 89, 98, 100, 127, 
144, 157, 172, 187, 198, 232 

С2 С4       С5 

 1 – генератор прямоугольных импульсов 
 2 – формирователь входного кода 
 3 – коммутатор входов и входов\выходов 
 4 – проверяемая микросхема 
 5 и 6 – измерители тока 
 
 (С1, С2, С3, С4) = (100 – 330) пФ;   (С5, С6) = (1 – 5) мкФ 
 
 
 Примечание – Выводы микросхем, не изображённые на схеме, в процессе изме-
рений не подключают 

 Рисунок 7 – Схема измерения динамических токов потребления   ICCO1,   ICCO2 
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UCC1 
 

2 4 

3 

UCC1 

UCC2

C1         C3 

C2        C4 

3, 114, 147-151, 154-156,  
159-163, 165, 170, 171,  
175-177, 182, 190, 231, 237  

  2 
 
238 

5-7, 10-15, 56-60, 63-67, 70-72, 75-78, 81, 82, 85-
88, 91-93, 96, 97, 102-105, 174,  183-186, 189, 191-
197, 200-208, 211-221, 224-229 

4 
 
 
230 
 
16 
 
 
240 
 
26 

21, 43, 54, 73, 83, 94, 111, 
138, 152, 168, 209, 222 

12 

14 

8, 32, 68, 79, 89, 98, 
100, 127, 144, 157, 
172, 187, 198, 232 

1 

17-20, 23-31, 34-42, 45-53, 106-110, 113, 115-
117, 122-126, 129-137, 140-143, 146, 164, 166, 
167, 178-180, 189, 234-236, 239 

9, 22, 33, 44, 55, 69, 74, 80, 84, 90, 95, 99, 
101, 112, 128, 139, 145, 153, 158, 168, 
173, 188, 199, 210, 223, 233 

 1 – формирователь входного кода 
 2 – коммутатор входов, выходов и входов\выходов 
 3 – измеритель тока 
 4 – проверяемая микросхема 
 
(С1, С2) = (1 – 5) мкФ;   (С3, С4) = (100 – 330) пФ 
 
 
 

Рисунок 8 – Схема измерения тока утечки низкого ILIL  и высокого ILIН 
уровня на входе, входного тока низкого уровня IIL, выходного тока низкого и 
высокого уровня на входе\выходе I I\OZL  и I I\OZH  и выходе  I OZL  и I OZH  в со-
стоянии «Выключено»  
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9, 22, 33, 44, 55, 69, 74, 80, 84, 90, 95, 
99, 101, 112, 128, 139, 145, 153, 158, 
169, 173, 188, 199, 210, 223, 233 

5-7, 10-20, 23-31, 34-42, 45-53, 56-60, 63-67, 70-72, 
75-78, 81, 82, 85-88, 91-93, 96, 97, 102-110, 113, 115-
117, 122-126, 129-137, 140-143, 146, 164, 166, 
167,174, 178-180, 183-186, 189, 191-197, 200-208, 
211-221, 224-230, 234-236, 239 
 

C1             C3       
 

  C2               C4      
 

UCC1 

UCC2 

UCC1 

14 

12 

26 

1 – генератор входных воздействий 
2 – стенд ФК  
3 – проверяемая микросхема 

 
(С1, С2) = (1-5) мкФ;     (С3, С4) = (100-330) пФ 

 
Примечание – Выводы микросхем, не изображённые на схеме, в процессе изме-

рений не подключают 
 

Рисунок 9 – Схема измерения выходных напряжений низкого UOLF  и высокого  UOHF 
уровня при  ФК 
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9, 22, 33, 44, 55, 69, 74, 80, 84, 90,       

                                                                                                   95, 99, 101, 112, 128, 139, 145, 153,      
                                                                                  158, 169, 173, 188, 199, 210, 223, 233 
 
 
 
 
                    
             1 –  коммутатор  входов,  выходов,  входов\выходов                                          
             2 –  измеритель емкостей 

 3 –  проверяемая микросхема 
 
Примечание – Выводы  микросхем,  не изображенные на схеме,  в процессе  изме-

рений  не подключают 
 
Рисунок 10 - Схема измерения входной емкости СI, емкости входа/выхода  СI/O 

и  выходной емкости СO.. 
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  0      10      20      30                50                70            85                            Тh,˚ C 

 λ , 1/ час 

Рисунок 11 – Прогнозируемая зависимость интенсивности отказов λ от тем-
пературы кристалла Тh 
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Приложение А 
(обязательное) 

 

Ссылочные нормативные документы 
 

Обозначение  документа,  
на который дана ссылка 

Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, 
приложения ТУ, в котором дана ссылка 

1 2 
      
      ГОСТ  18683.1 – 83 
      
     ГОСТ  19480 – 89 
 
     ГОСТ  20824 – 81 
 
     ГОСТ  21931 – 76 
 
    ГОСТ  30668 – 2000 
 
     ГОСТ РВ 20.39.412 – 97 
 
     ГОСТ РВ 20.39.413 – 97 
 
     ГОСТ  РВ 20.57.414 – 97 
 
     ГОСТ РВ 20.57.416 – 98 
  
     ОСТ  В  11  0998 – 99 
 
 
 
     ОСТ  11  073.013 – 83 
 
     ОСТ  11  073.063 – 84 
  
     РД 22.12.191 – 98 
  
     РД  11 0755 – 90 
 
     ТУ  6–21–14 – 90 
 
      
 

  
 3.6.2.1; 3.6.2.4 
  
 1.3 
  
 5.4.1; таблица 4 
  
 рисунок 1  
 
 таблица 4 
  
 2.2.28; 2.12.1 
  
 таблица 4 
  
 таблица 4 
  
 таблица 4 
  
 1; 1.1; 1.3; 1.4; 2; 2.4; 2.5; 2.8; 2.9; 3; 3.1; 3.2; 
3.4; 3.5.2.1; 3.5.3.1; 3.5.4.1; 3.7; 4; 5; 5.1; 5.3; 6; 
7; таблица 4 
  
 3.3.9.4; 3.5.1.2; таблицы 4, 5; рисунок 1 
  
 5.4.2 
  
 таблица 4 
  
 3.3.9.4 
  
 5.4.1; таблица 4 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 

Перечень прилагаемых документов 
 
 
           1.   Габаритный  чертеж      РАЯЖ.431280.001 ГЧ 
 
 
           2.   Схема  электрическая  структурная   РАЯЖ.431280.003 Э6* 
          
 
 
           3.  Описание  образцов  внешнего  вида   ЮФ3.438.007 Д2* 
 
            
           4.  Таблица норм       РАЯЖ.431280.003 ТБ* 
 
 

5.  Справочный лист       РАЯЖ.431280.003 Д1* 
          
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
            
           _________________________  
 

* Документ высылается по специальному запросу предприятиям, стоящим на абонент-  
    ском  учете. 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Контрольно–измерительные приборы и оборудование. 
 

Наименование  прибора        
 (оборудования) 

Тип  прибора      
(оборудования) Примечание 

1 2 3 
 
Система параметрического и 
функционального  контроля 
 
Источник питания 
 
Цифровой универсальный 
измерительный  прибор 
 
Генератор импульсов 
 
Осциллограф 
 
Частотомер 
 
Измеритель емкостей 
 
Весы  лабораторные равноплечные 
 
 

 
 
НР   82000 
 
Б5 – 46 
 
       
В7 – 40 
 
Г5 – 48 
 
С1 – 65 
 
Ч3 – 54 
 
Е7 – 12 
 
ВЛР – 200 

 

Примечание - Допускается, по согласованию с ПЗ, применение приборов, от-
личных от указанных в перечне, но обеспечивающих проверку требуемых парамет-
ров и заданную точность измерения. 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Нумерация, обозначение и наименование выводов  
микросхем 1892ВМ3Т 

 
Таблица Г.1 
 
Номер 
вывода 
микро-
схем 

Обозначе-
ние вывода 

Наименование вывода 

1 2 3 
1   
2 nDCD Вход сигнала признака обнаружения модемом несущей частоты 

порта UART 
3 nRI Вход сигнала признака обнаружения модемом телефонного звонка 

порта UART 
4 LDAT3[7] Вход/выход седьмого разряда 8-разрядной шины данных третьего 

линкового порта 
5 LDAT3[6] Вход/выход шестого разряда 8-разрядной шины данных третьего 

линкового порта 
6 LDAT3[5] Вход/выход пятого разряда 8-разрядной шины данных третьего 

линкового порта  
7 LDAT3[4] Вход/выход четвёртого разряда 8-разрядной шины данных третьего 

линкового порта 
8 CVDD Вывод питания от источника напряжения (ядро – 2,5 В) 
9 CGND Общий вывод (ядро) 
10 LDAT3[3] Вход/выход третьего разряда 8-разрядной шины данных третьего 

линкового порта 
11 LDAT3[2] Вход/выход второго разряда 8-разрядной шины данных третьего 

линкового порта 
12 LDAT3[1] Вход/выход первого разряда 8-разрядной шины данных третьего 

линкового порта 
13 LDAT3[0] Вход/выход нулевого разряда 8-разрядной шины данных третьего 

линкового порта 
14 LACK3 Вход/выход сигнала подтверждения третьего линкового порта 
15 LCLK3 Вход/выход сигнала синхронизации третьего линкового порта 
16 A31 Выход тридцать первого разряда 32-разрядной шины адреса 
17 A30 Выход тридцатого разряда 32-разрядной шины адреса 
18 A29 Выход двадцать девятого разряда 32-разрядной шины адреса 
19 A28 Выход двадцать восьмого разряда 32-разрядной шины адреса 
20 A27 Выход двадцать седьмого разряда 32-разрядной шины адреса 
21 PVDD Вывод питания от источника напряжения (периферия – 3,3 В) 
22 PGND Общий вывод (периферия) 
23 A26 Выход двадцать шестого разряда 32-разрядной шины адреса 
24 A25 Выход двадцать пятого разряда 32-разрядной шины адреса 
25 A24 Выход двадцать четвёртого разряда 32-разрядной шины адреса 
26 A23 Выход двадцать третьего разряда 32-разрядной шины адреса 
27 A22 Выход двадцать второго разряда 32-разрядной шины адреса 
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 Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 

28 A21 Выход двадцать первого разряда 32-разрядной шины адреса 
29 A20 Выход двадцатого разряда 32-разрядной шины адреса 
30 A19 Выход девятнадцатого разряда 32-разрядной шины адреса 
31 A18 Выход восемнадцатого разряда 32-разрядной шины адреса 
32 СVDD Вывод питания от источника напряжения (ядро – 2,5 В) 
33 СGND Общий вывод (ядро) 
34 A17 Выход семнадцатого разряда 32-разрядной шины адреса 
35 A16 Выход шестнадцатого разряда 32-разрядной шины адреса 
36 A15 Выход пятнадцатого разряда 32-разрядной шины адреса 
37 A14 Выход четырнадцатого разряда 32-разрядной шины адреса 
38 A13 Выход тринадцатого разряда 32-разрядной шины адреса 
39 A12 Выход двенадцатого разряда 32-разрядной шины адреса 
40 A11 Выход одиннадцатого разряда 32-разрядной шины адреса 
41 A10 Выход десятого разряда 32-разрядной шины адреса 
42 A9 Выход девятого разряда 32-разрядной шины адреса 
43 PVDD Вывод питания от источника напряжения (периферия – 3,3 В) 
44 PGND Общий вывод (периферия) 
61   
62   
63 IO26 Вход/выход двадцать шестого разряда  32-разрядной шины дан-

ных   
64 IO25 Вход/выход двадцать пятого разряда  32-разрядной шины дан-

ных   
65 IO24 Вход/выход  двадцать четвёртого разряда  32-разрядной шины 

данных   
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 
66 IO23 Вход/выход двадцать третьего разряда  32-разрядной шины дан-

ных   
67 IO22 Вход/выход двадцать второго разряда  32-разрядной шины дан-

ных   
68 СVDD Вывод питания от источника напряжения (ядро – 2,5 В) 
69 СGND Общий вывод (ядро) 
70 IO21 Вход/выход двадцать первого разряда  32-разрядной шины дан-

ных   
71 IO20 Вход/выход двадцатого разряда  32-разрядной шины данных   
72 IO19 Вход/выход девятнадцатого разряда  32-разрядной шины данных  
73 PVDD Вывод питания от источника напряжения (периферия – 3,3 В) 
74 PGND Общий вывод (периферия) 
75 IO18 Вход/выход восемнадцатого разряда  32-разрядной шины данных  
76 IO17 Вход/выход семнадцатого разряда данных 32-разрядной шины 

данных   
77 IO16 Вход/выход шестнадцатого разряда  32-разрядной шины данных   
78 IO15 Вход/выход пятнадцатого разряда  32-разрядной шины данных   
79 СVDD Вывод питания от источника напряжения (ядро – 2,5 В) 
80 СGND Общий вывод (ядро) 
81 IO14 Вход/выход четырнадцатого разряда  32-разрядной шины дан-

ных   
82 IO13 Вход/выход тринадцатого разряда  32-разрядной шины данных   
83 PVDD Вывод питания от источника напряжения (периферия – 3,3 В) 
84 PGND Общий вывод (периферия) 
85 IO12 Вход/выход двенадцатого разряда  32-разрядной шины данных   
86 IO11 Вход/выход одиннадцатого разряда  32-разрядной шины данных   
87 IO10 Вход/выход десятого разряда  32-разрядной шины данных   
88 IO9 Вход/выход девятого разряда  32-разрядной шины данных   
89 СVDD Вывод питания от источника напряжения (ядро – 2,5 В) 
90 СGND Общий вывод (ядро) 
91 IO8 Вход/выход восьмого разряда  32-разрядной шины данных   
92 IO7 Вход/выход седьмого разряда  32-разрядной шины данных   
93 IO6 Вход/выход шестого разряда  32-разрядной шины данных   
94 PVDD Вывод питания от источника напряжения (периферия – 3,3 В) 
95 PGND Общий вывод (периферия) 
96 IO5 Вход/выход пятого разряда  32-разрядной шины данных   
97 IO4 Вход/выход четвёртого разряда  32-разрядной шины данных   
98 CVDD Вывод питания от источника напряжения (ядро – 2,5 В) 
99 CGND Общий вывод (ядро) 
100 CVDD Вывод питания от источника напряжения (ядро – 2,5 В) 
101 CGND Общий вывод (ядро) 
102 IO3 Вход/выход третьего разряда   32-разрядной шины данных   
103 IO2 Вход/выход второго разряда  32-разрядной шины данных   
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104 IO1 Вход/выход первого разряда  32-разрядной шины данных   
105 IO0 Вход/выход нулевого разряда  32-разрядной шины данных   
106 nWR3 Выход сигнала записи третьего байта 32-разрядной шины данных 

в асинхронную память 
107 nWR2 Выход сигнала записи второго байта 32-разрядной шины данных в 

асинхронную память 
108 nWR1 Выход сигнала записи первого байта 32-разрядной шины данных 

в асинхронную память 
109 nWR0 Выход сигнала записи нулевого байта 32-разрядной шины данных 

в асинхронную память 
110 nWE Выход сигнала записи 32-разрядной шины данных  в асинхрон-

ную память 
111 PVDD Вывод питания от источника напряжения (периферия – 3,3 В) 
112 PGND Общий вывод (периферия) 
113 nRD Выход сигнала чтение 32-разрядной шины данных из асинхрон-

ной памяти 
114 nACK Вход сигнала готовности  асинхронной памяти 
115 nCS3 Выход   сигнала разрешения выборки третьего банка памяти 

(асинхронной памяти программ) 
116 nCS2 Выход сигнала разрешения выборки второго банка памяти (асин-

хронной) 
117 nCS1 Выход сигнала разрешения выборки первого банка памяти (асин-

хронной или синхронной) 
118   
119   
120   
121   
122 nCS0 Выход сигнала разрешения выборки нулевого банка памяти (асин-

хронной или синхронной) 
123 SRAS Выход сигнала RAS микросхем динамической памяти  шины дан-

ных 
124 SCAS Выход сигнала  CAS микросхем динамической памяти шины дан-

ных 
125 SWE Выход сигнала разрешения записи в синхронную. память 
126 DQM3 Выход маски третьего байта данных синхронной памяти 
127 CVDD Вывод питания от источника напряжения (ядро – 2,5 В) 
128 CGND Общий вывод (ядро) 
129 DQM2 Выход  маски второго байта данных синхронной памяти 
130 DQM1 Выход маски первого байта данных синхронной памяти 
131 DQM0 Выход маски нулевого байта данных синхронной памяти 
132 SCLK Выход  системной тактовой частоты  
133 CKE Выход сигнала  активации тактовой частоты динамической памя-

ти 
134 A10 Выход 10-ого разряда адреса микросхем динамической памяти 
135 BA1 Выход первого разряда адреса банка микросхем динамической 

памяти 
136 BA0 Выход нулевого разряда адреса банка микросхем динамической 

памяти 
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137 nFLYBY Выход сигнала признака передачи по каналам в режиме FLYBY 
между УВВ и  внешней памятью 

138 PVDD Вывод питания от источника напряжения (периферия – 3,3 В) 
139 PGND Общий вывод (периферия) 
140 nCSIO3 Выход сигнала выбора УВВ, подключённого к третьему каналу 

DMA  в режиме FLYBY 
141 nCSIO2 Выход сигнала выбора УВВ, подключённого ко второму  кана-

лу DMA  в режиме FLYBY 
142 nCSIO1 Выход сигнала выбора УВВ, подключённого к первому каналу  

DMA  в режиме FLYBY 
143 nCSIO0 Выход сигнала выбора УВВ, подключённого к нулевому каналу 

DMA в режиме FLYBY 
144 CVDD Вывод питания от источника напряжения (ядро – 2,5 В) 
145 CGND Общий вывод (ядро) 
146 nOE Выход сигнала разрешения передачи данных УВВ во  внешнюю 

память 
147 nDMAR3 Вход сигнала запроса передачи третьего канала DMA  между 

внешней и внутренней памятью 
148 nDMAR2 Вход сигнала запроса передачи второго канала DMA  между 

внешней и внутренней памятью 
149 nDMAR1 Вход сигнала запроса передачи первого канала DMA между 

внешней и внутренней памятью  
150 nDMAR0 Вход сигнала запроса передачи нулевого канала DMA между 

внешней и внутренней памятью 
151 NMI Вход сигнала немаскируемого прерывания 
152 PVDD Вывод питания от источника напряжения (периферия – 3,3 В) 
153 PGND Общий вывод (периферия) 
154 nIRQ3 Вход третьего сигнала запроса маскируемого прерывания 
155 nIRQ2 Вход второго сигнала запроса маскируемого прерывания 
156 nIRQ1 Вход первого сигнала запроса  маскируемого прерывания 
157 AVDD Вывод питания от источника напряжения (аналоговый – 2,5 В) 
158 AGND Общий вывод (аналоговый) 
159 nIRQ0 Вход нулевого сигнала запроса маскируемого прерывания 
160 BYTE Вход сигнала определения разрядности внешней памяти про-

грамм 
161 PLL_EN Вход сигнала разрешения работы PLL 
162 Ch_PLL Вход сигнала выбора режима  работы PLL 
163 XTI Вход сигнала внешней системной тактовой частоты или один из 

входов кварцевого резонатора системной тактовой частоты 
164 XTO Вход кварцевого резонатора системной тактовой частоты 
165 RTCXTI Вход сигнала внешней тактовой частоты реального времени 

или один из входов кварцевого резонатора тактовой частоты 
реального времени 

166 RTCXTO Вход кварцевого резонатора тактовой частоты реального вре-
мени 

167 PLL_OUT Выход сигнала контроля PLL 
168 PVDD Вывод питания от источника напряжения (периферия – 3,3 В) 
169 PGND Общий вывод (периферия) 
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170 nRST Вход сигнала установки исходного состояния микросхемы 
171 TCK Вход сигнала внешней тактовой частоты  JTAG-порта 
172 CVDD Вывод питания от источника напряжения (ядро – 2,5 В) 
173 CGND Общий вывод (ядро) 
174 nDE Вход/выход сигнала перевода микросхемы в отладочный режим 

(для многопроцессорной конфигурации) 
175 TRST Вход сигнала установки исходного состояния  JTAG-порта 
176 TMS Вход сигнала выбора режима теста  JTAG-порта 
177 TDI Вход  данных теста  JTAG-порта 
178 TDO Выход  данных теста  JTAG-порта 
179 WDT Выход сигнала признака срабатывания сторожевого таймера 
180 DT0 Вход/выход  передаваемых данных нулевого последовательного 

порта 
181   
182 DR0 Вход  принимаемых данных нулевого последовательного порта 
183 TCLK0 Вход/выход сигнала тактовой частоты передачи данных нуле-

вого порта 
184 RCLK0 Вход/выход сигнала тактовой частоты приёма данных нулевого 

последовательного порта 
185 TFS0 Вход/выход сигнала синхронизации передачи данных нулевого 

последовательного порта 
186 RFS0 Вход/выход сигнала синхронизации приёма данных нулевого 

последовательного порта 
187 CVDD Вывод питания от источника напряжения (ядро – 2,5 В) 
188 CGND Общий вывод (ядро) 
189 DT1 Вход/выход  передаваемых данных первого последовательного 

порта 
190 DR1 Вход принимаемых данных первого последовательного порта 
191 TCLK1 Вход/выход сигнала тактовой частоты передачи данных перво-

го последовательного порта 
192 RCLK1 Вход/выход сигнала тактовой частоты приёма данных первого 

последовательного порта 
193 TFS1 Вход/выход сигнала синхронизации передачи данных первого 

последовательного порта 
194 RFS1 Вход/выход сигнала синхронизации приёма данных первого по-

следовательного порта 
195 LDAT0[7] Вход/выход седьмого разряда 8-разрядной шины данных нуле-

вого линкового порта 
196 LDAT0[6] Вход/выход шестого  разряда 8-разрядной шины данных нуле-

вого линкового порта 
197 LDAT0[5] Вход/выход пятого разряда 8-разрядной шины данных нулевого 

линкового порта 
198 CVDD Вывод питания от источника напряжения (ядро – 2,5 В) 
199 CGND Общий вывод (ядро) 
200 LDAT0[4] Вход/выход четвёртого разряда 8-разрядной шины данных ну-

левого линкового порта 
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201 LDAT0[3] Вход/выход третьего разряда 8-разрядной шины данных нуле-
вого линкового порта 

202 LDAT0[2] Вход/выход второго разряда 8-разрядной шины данных нулево-
го линкового порта 

203 LDAT0[1] Вход/выход первого разряда 8-разрядной шины данных нулево-
го линкового порта 

204 LDAT0[0] Вход/выход нулевого  разряда 8-разрядной шины данных нуле-
вого линкового порта 

205 LCLK0 Вход/выход сигнала синхронизации нулевого линкового порта 
206 LACK0 Вход/выход сигнала подтверждения нулевого линкового порта 
207 LDAT1[7] Вход/выход седьмого разряда 8-разрядной шины данных перво-

го линкового порта 
208 LDAT1[6] Вход/выход шестого  разряда 8-разрядной шины данных перво-

го линкового порта 
209 PVDD Вывод питания от источника напряжения (периферия – 3,3 В) 
210 PGND Общий вывод (периферия) 
211 LDAT1[5] Вход/выход пятого разряда 8-разрядной шины данных первого 

линкового порта 
212 LDAT1[4] Вход/выход четвёртого разряда 8-разрядной шины данных пер-

вого линкового порта 
213 LDAT1[3] Вход/выход третьего разряда 8-разрядной шины данных перво-

го линкового порта 
214 LDAT1[2] Вход/выход второго разряда 8-разрядной шины данных первого 

линкового порта 
215 LDAT1[1] Вход/выход первого  разряда 8-разрядной шины данных перво-

го линкового порта 
216 LDAT1[0] Вход/выход нулевого разряда 8-разрядной шины данных перво-

го линкового порта 
217 LCLK1 Вход/выход сигнала синхронизации первого линкового порта 
218 LACK1 Вход/выход сигнала подтверждения первого линкового порта 
219 LDAT2[7] Вход/выход седьмого разряда 8-разрядной шины данных второ-

го линкового порта 
220 LDAT2[6] Вход/выход шестого разряда 8-разрядной шины данных второ-

го линкового порта 
221 LDAT2[5] Вход/выход пятого разряда 8-разрядной шины данных второго 

линкового порта 
222 PVDD Вывод питания от источника напряжения (периферия – 3,3 В) 
223 PGND Общий вывод (периферия) 
224 LDAT2[4] Вход/выход четвёртого разряда 8-разрядной шины данных вто-

рого линкового порта 
225 LDAT2[3] Вход/выход третьего разряда 8-разрядной шины данных второ-

го линкового порта 
226 LDAT2[2] Вход/выход второго разряда 8-разрядной шины данных второго 

линкового порта 
227 LDAT2[1] Вход/выход первого разряда 8-разрядной шины данных второго 

линкового порта 
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 

228 LDAT2[0] Вход/выход нулевого разряда 8-разрядной шины данных второ-
го линкового порта 

229 LCLK2 Вход/выход сигнала синхронизации второго линкового порта 
230 LACK2 Вход/выход сигнала подтверждения второго линкового порта 
231 SIN Вход  последовательных данных порта UART 
232 CVDD Вывод питания от источника напряжения (ядро – 2,5 В) 
233 CGND Общий вывод (ядро) 
234 SOUT Выход  последовательных данных порта UART 
235 nDTR Выход сигнала готовности порта UART к установлению связи 
236 nRTS Выход сигнала готовности порта UART к обмену данными 
237 nCTS Вход сигнала готовности модема к обмену данными порта 

UART 
238 nDSR Вход сигнала готовности модема к установлению связи порта 

UART 
239 nOUT2 Выход второго сигнала общего назначения порта UART 
240 nOUT1 Выход первого сигнала общего назначения порта UART 
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